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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の保持容量配線と、これらを覆うゲート絶縁膜と、このゲート絶縁膜よりも上層に
設けられた幹配線と、この幹配線よりも上層に設けられた層間絶縁膜とを備え、
　各保持容量配線は、非表示領域において、ゲート絶縁膜および幹配線並びに層間絶縁膜
を貫通するコンタクトホールを埋めるように形成された接続電極によって上記幹配線に接
続され、
　上記ゲート絶縁膜は、上記コンタクトホールに隣接する第１膜厚部と、第１膜厚部より
も膜厚が大きい第２膜厚部とを有することを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項２】
　表示領域の各画素領域に、第１および第２のトランジスタと、第１のトランジスタに接
続する第１の画素電極と、第２のトランジスタに接続する第２の画素電極とを備えたアク
ティブマトリクス基板であって、
　各画素領域を通る第１および第２の保持容量配線と、該第１および第２の保持容量配線
を覆うゲート絶縁膜と、このゲート絶縁膜よりも上層に設けられた第１および第２の幹配
線と、この第１および第２の幹配線よりも上層に設けられた層間絶縁膜とを備え、
　非表示領域において、第１の保持容量配線は、ゲート絶縁膜および幹配線並びに層間絶
縁膜を貫通する第１のコンタクトホールを埋めるように形成された接続電極によって上記
第１の幹配線に接続されるとともに、第２の保持容量配線は、ゲート絶縁膜および幹配線
並びに層間絶縁膜を貫通する第２のコンタクトホールを埋めるように形成された接続電極
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によって上記第２の幹配線に接続されており、
　上記ゲート絶縁膜は、上記第１のコンタクトホールに隣接する部分および上記第２のコ
ンタクトホールに隣接する部分それぞれが第１膜厚部となっているとともに、これら第１
膜厚部よりも膜厚が大きい第２膜厚部を有することを特徴とするアクティブマトリクス基
板。
【請求項３】
　複数の走査信号線と、該複数の走査信号線を覆うゲート絶縁膜と、このゲート絶縁膜よ
りも上層に設けられた引き出し配線と、この引き出し配線よりも上層に設けられた層間絶
縁膜とを備え、
　各走査信号線は、非表示領域において、ゲート絶縁膜および引き出し配線並びに層間絶
縁膜を貫通するコンタクトホールを埋めるように形成された接続電極によって上記引き出
し配線に接続され、
　上記ゲート絶縁膜は、上記コンタクトホールに隣接する第１膜厚部と、第１膜厚部より
も膜厚が大きい第２膜厚部とを有することを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項４】
　上記ゲート絶縁膜は複数のゲート絶縁層からなり、
　上記第１膜厚部においては少なくとも１つのゲート絶縁層が他層より薄く形成されてい
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
　上記ゲート絶縁膜は複数のゲート絶縁層からなり、上記第１膜厚部において１以上のゲ
ート絶縁層を有し、第２膜厚部において第１膜厚部より多いゲート絶縁層を有することを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
　有機物を含むゲート絶縁層を備えることを特徴とする請求項５に記載のアクティブマト
リクス基板。
【請求項７】
　少なくとも１つのゲート絶縁層が平坦化膜であることを特徴とする請求項５に記載のア
クティブマトリクス基板。
【請求項８】
　上記第２膜厚部においては、最下層のゲート絶縁層が平坦化膜であることを特徴とする
請求項５に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項９】
　上記第２膜厚部には最下層のゲート絶縁層としてスピンオンガラス（ＳＯＧ）材料から
なるＳＯＧ膜が形成される一方で、第１膜厚部では該ＳＯＧ膜が形成されていないことを
特徴とする請求項５に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１０】
　上記平坦化膜の基板面に接する部分の厚みが、基板面に形成される金属配線の厚みより
も大きいことを特徴とする請求項８に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１１】
　上記コンタクトホールが複数に分割形成されていることを特徴とする請求項１に記載の
アクティブマトリクス基板。
【請求項１２】
　上記接続電極は、表示領域の画素電極と同一材料で形成されていることを特徴とする請
求項１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１３】
　上記幹配線は、表示領域に設けられるデータ信号線と同一材料で形成されていることを
特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１４】
　ゲート絶縁膜の上層に、第１および第２の層間絶縁膜を備え、上記コンタクトホールは
ゲート絶縁膜並びに第１および第２の層間絶縁膜を貫いていることを特徴とする請求項１
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～３のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１５】
　表示領域に、トランジスタと画素電極とを接続する画素内コンタクトホールを有し、こ
の画素内コンタクトホール下のゲート絶縁膜が、第２膜厚部と同じ構造であることを特徴
とする請求項１４記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１６】
　非表示領域のコンタクトホールで接続する両配線が異なる層に形成され、この両配線の
交差部全体が、第１膜厚部の外周内に位置していることを特徴とする請求項１５記載のア
クティブマトリクス基板。
【請求項１７】
　上記交差部において、両配線のうち下層側に位置する配線のエッジと、第１膜厚部のエ
ッジとの間隔が６０μｍ以上であることを特徴とする請求項１６記載のアクティブマトリ
クス基板。
【請求項１８】
　上記ゲート絶縁膜における第１膜厚部のエッジ近傍が順テーパ形状であることを特徴と
する請求項１～３のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１９】
　上記ゲート絶縁膜は、各画素領域において、保持容量配線と重畳する領域の中に膜厚の
小さくなった薄膜部を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のアク
ティブマトリクス基板。
【請求項２０】
　上記ゲート絶縁膜は、各画素領域において、トランジスタのゲート電極と重畳する部分
に膜厚が小さくなった薄膜部を有しており、
　上記薄膜部とトランジスタのソース電極との重畳面積は、上記薄膜部とトランジスタの
ドレイン電極との重畳面積より小さいことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記
載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２１】
　上記第１および第２の幹配線は、それぞれの電位波形の位相が互いに１８０度ずれるよ
うに電位制御されることを特徴とする請求項２記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２２】
　上記第１の保持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が上昇してその
状態が次フレームで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御されるとと
もに、上記第２の保持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が下降して
その状態が次フレームで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御される
か、あるいは、
　上記第１の保持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が下降してその
状態が次フレームで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御されるとと
もに、上記第２の保持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が上昇して
その状態が次フレームで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御される
ことを特徴とする請求項２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２３】
　上記第１の保持容量配線の電位が上昇するのと、第２の保持容量配線の電位が下降する
のとが一水平期間ずれているか、あるいは、上記第１の保持容量配線の電位が下降するの
と、第２の保持容量配線の電位が上昇するのとが一水平期間ずれていることを特徴とする
請求項２２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２４】
　各コンタクトホールで接続する両配線が異なる層に形成され、この両配線の交差部全体
が、上記第１膜厚部の外周内に位置していることを特徴とする請求項２記載のアクティブ
マトリクス基板。
【請求項２５】
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　非表示領域において、第２の幹配線に接続する第２の保持容量配線が第１の幹配線とも
交差しており、
　この第２の保持容量配線と第１の幹配線とが交差する部分が、上記第１膜厚部の外周内
に位置するが、この第２の保持容量配線と第１の幹配線とが交差する部分のゲート絶縁膜
構造は、上記第２膜厚部と同一であることを特徴とする請求項２４記載のアクティブマト
リクス基板。
【請求項２６】
　２つの配線と、２つの配線の一方と同じ層に設けられ、２つの配線の他方と非表示領域
にて交差する交差配線とを備え、
　ゲート絶縁膜が２つの配線の一方を覆い、２つの配線の他方がゲート絶縁膜よりも上層
に設けられ、この２つの配線の他方よりも上層に層間絶縁膜が設けられ、
　上記２つの配線の一方と他方とが、非表示領域において、ゲート絶縁膜および上記２つ
の配線の他方並びに層間絶縁膜を貫通するコンタクトホールを埋めるように形成された接
続電極によって接続され、
　上記ゲート絶縁膜は、上記コンタクトホールに隣接する第１膜厚部と、少なくとも上記
２つの配線の他方および交差配線が交差する部分に位置し、第１膜厚部より膜厚の大きな
第２膜厚部とを備えることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項２７】
　表示領域の各画素領域に、第１および第２のトランジスタと、第１のトランジスタに接
続する第１の画素電極と、第２のトランジスタに接続する第２の画素電極と、第１の画素
電極下を横切る第１の保持容量配線と、第２の画素電極下を横切る第２の保持容量配線と
が形成され、
　第１の保持容量配線が非表示領域に設けられたコンタクトホールを介して第１の幹配線
に接続され、第２の保持容量配線が非表示領域に設けられたコンタクトホールを介して第
２の幹配線に接続され、
　上記第１および第２の保持容量配線が同じ層に形成され、上記第１および第２の幹配線
が同じ層に形成され、
　第１および第２の保持容量配線と同じ層に形成された走査信号線が、第１および第２の
幹配線それぞれと非表示領域にて交差していることを特徴とする請求項２６記載のアクテ
ィブマトリクス基板。
【請求項２８】
　請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板とこれに対向する対向基板とを備
え、この両基板間に、スペーサと液晶層とが設けられた液晶パネルであって、
　上記スペーサは、表示領域に配される第１のスペーサと非表示領域に配される第２のス
ペーサとからなり、
　第１のスペーサ下のゲート絶縁膜構造と、第２のスペーサ下のゲート絶縁膜構造とが同
一であることを特徴とする液晶パネル。
【請求項２９】
　上記ゲート絶縁膜は、第２のスペーサ下にあたる部分が第２膜厚部となっていることを
特徴とする請求項２８記載の液晶パネル。
【請求項３０】
　第１および第２のスペーサそれぞれが、ゲート絶縁膜で覆われる１つ金属配線のみに重
なるように設けられ、該１つ金属配線が、走査信号線あるいは保持容量配線であることを
特徴とする請求項２８記載の液晶パネル。
【請求項３１】
　第１のスペーサが、ゲート絶縁膜の上層にあるデータ信号線と走査信号線との交差部分
あるいは上記データ信号線と保持容量配線との交差部分に重なるように設けられ、第２の
スペーサが、幹配線と走査信号線との交差部分あるいは幹配線と保持容量配線との交差部
分に重なるように設けられていることを特徴とする請求項２８記載の液晶パネル。
【請求項３２】
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　第２のスペーサの比誘電率は、液晶層内の液晶材料の平均比誘電率よりも小さいことを
特徴とする請求項２８記載の液晶パネル。
【請求項３３】
　上記ゲート絶縁膜は、上記第１膜厚部において１以上のゲート絶縁層を有するとともに
第２膜厚部において第１膜厚部より多いゲート絶縁層を有し、
　上記第２膜厚部においては、いずれかのゲート絶縁層が平坦化膜であることを特徴とす
る請求項２９に記載の液晶パネル。
【請求項３４】
　上記層間絶縁膜に有機物を含む層が含まれていることを特徴とする請求項２９記載の液
晶パネル。
【請求項３５】
　上記有機物は、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリウレタン系
樹脂、ポリシロキサン系樹脂、およびノボラック系樹脂のいずれかであることを特徴とす
る請求項３４記載の液晶パネル。
【請求項３６】
　請求項２５記載のアクティブマトリクス基板とこれに対向する対向基板とを備え、この
両基板間に、スペーサと液晶層とが設けられた液晶パネルであって、
　上記スペーサは、表示領域に配される第１のスペーサと非表示領域に配される第２のス
ペーサとからなり、
　第２の保持容量配線および第１の幹配線が交差する部分と重なるように第２のスペーサ
が設けられるとともに、第１のスペーサ下のゲート絶縁膜構造は、第２のスペーサ下のゲ
ート絶縁膜構造と同一であり、
　上記第２のスペーサの比誘電率は、液晶層内の液晶材料の平均比誘電率よりも小さいこ
とを特徴とする液晶パネル。
【請求項３７】
　第１のスペーサは、ゲート絶縁膜の上層にあるデータ信号線と走査信号線あるいはいず
れかの保持容量配線との交差部分に重なるように設けられていることを特徴とする請求項
３６記載の液晶パネル。
【請求項３８】
　請求項３記載のアクティブマトリクス基板とこれに対向する対向基板とを備え、この両
基板間に、スペーサと液晶層とが設けられた液晶パネルであって、
　上記スペーサは、表示領域に配される第１のスペーサと非表示領域に配される第２のス
ペーサとからなり、
　第１のスペーサ下のゲート絶縁膜構造と、第２のスペーサ下のゲート絶縁膜構造とが同
一であることを特徴とする液晶パネル。
【請求項３９】
　請求項１～３および２６のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えるこ
とを特徴とする液晶パネル。
【請求項４０】
　請求項１～３および２６のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えるこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項４１】
　請求項４０に記載の表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナ部とを備えてい
ることを特徴とするテレビジョン受像機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置、各種ＥＬ表示装置等の表示装置、およびそれらに用いられる
アクティブマトリクス基板に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　アクティブマトリクス基板は、液晶表示装置、ＥＬ（Electro Luminescence：エレクト
ロルミネッセンス）表示装置等のアクティブマトリクス型表示装置において幅広く用いら
れている。一般的なアクティブマトリクス基板は、その表示領域に、複数の走査信号線、
複数のデータ信号線、およびこれらの各交点に設けられたＴＦＴ（Thin Film Transistor
：薄膜トランジスタ）を有しており、このＴＦＴを介して、データ信号線から画素電極に
適宜電位信号が伝送される。また、ＴＦＴのオフ期間中の自己放電やＴＦＴのオフ電流に
よる映像劣化を防止するため、あるいは液晶駆動における各種変調信号を伝送するために
、各画素領域（表示領域）に保持容量配線を備えたアクティブマトリクス基板も存在する
。
【０００３】
　ところで、表示領域に形成される複数の保持容量配線は、表示領域の周囲に設けられる
非表示領域において共通配線（幹配線）に接続される。例えば、図３７（ａ）・図３７（
ｂ）に示す従来技術では、非表示領域において、各補助容量線８１１は、コンタクトホー
ル８０８を介して、データ線８０４と同一層の導電膜で形成される集合補助容量線８１３
（共通配線）に接続される（特許文献１・２参照）。なお、関連する公知文献として、下
記特許文献３・４を挙げることができる。
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００２－６７７３号公報（平成１４年(2002)
１月１１日公開）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開平１０－３１９４３３号公報（平成１０年(199
8)１２月４日公開）」
【特許文献３】日本国公開特許公報「特開平７－１１４０４４号公報（平成７年(1995)５
月２日公開）」
【特許文献４】日本国公開特許公報「特開平７－２８７２５２号公報（平成７年(1995)１
０月３１日公開）」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上記従来技術では、各補助容量線８１１とゲート線８０２とは同一のレイヤー
に形成され、集合補助容量線８１３（共通配線）はこれらより上層（データ線８０４と同
一層）に形成され、非表示領域において集合補助容量線８１３はゲート線８０２（走査信
号線）と交差している。したがって、この交差部分では、ゲート線８０２上に絶縁膜８０
３を介して集合補助容量線８１３が形成されることになり、ゲート線８０２と集合補助容
量線８１３との短絡を確実に防止するためには、非表示領域の絶縁膜８０３にも相応の厚
さが要求される。
【０００５】
　一方で、絶縁膜８０３の厚みが増すと、コンタクトホール形成時のエッチング深さが増
すことになり、絶縁膜８０３の膜厚や膜質のばらつき等によるコンタクトホール８０８の
形成不良が発生し易くなる。例えば、コンタクトホール形成位置の膜厚が大きくなってい
ると、絶縁膜エッチング時にホールが開き切らず、各補助容量線８１１と集合補助容量線
８１３とが接続不良となるおそれがある。
【０００６】
　また、非表示領域において各走査信号線を、コンタクトホールを介して外部接続用の引
き出し配線に接続する部分についても同様の問題がある。すなわち、引き出し配線と他の
配線（例えば、集合補助容量線）との短絡を確実に防止するには、非表示領域の絶縁膜に
も相応の厚さが要求されるが、この絶縁膜の厚みが増すと、コンタクトホール形成時のエ
ッチング深さが増すことになり、絶縁膜の膜厚や膜質のばらつき等によるコンタクトホー
ルの形成不良が発生し易くなる。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、非表示領域におい
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て２つの配線（例えば、保持容量配線とその幹配線）を精度良く接続でき、かつこれらの
配線と他の配線（例えば、走査信号線）との短絡が生じにくいアクティブマトリクス基板
を提供する点にある。
【０００８】
　本発明に係るアクティブマトリクス基板は、複数の保持容量配線とこれらを覆う絶縁膜
とを備えたアクティブマトリクス基板であって、各保持容量配線は、非表示領域において
、絶縁膜の上層にある幹配線にコンタクトホールを介して接続され、上記絶縁膜は、該コ
ンタクトホール内に（コンタクトホールの開口下に）刳り貫かれた部分を有し、この刳り
貫かれた部分に隣接する領域の膜厚が小さくなっていることを特徴とする。また、本アク
ティブマトリクス基板は、非表示領域に設けられたコンタクトホールを介して接続された
２つの配線と、これら配線の一方の配線と同じ層に設けられ、他方の配線と非表示領域に
て交差する交差配線とを備えたアクティブマトリクス基板であって、上記２つの配線間に
ある絶縁層は、上記コンタクトホールを形成するための刳り貫き部と、刳り貫き部に接す
る第１の膜厚部と、少なくとも上記他方の配線および交差配線が交差する部分に位置し、
第１の膜厚部より膜厚の大きな第２の膜厚部とを備えることを特徴とするともいえる。例
えば、上記２つの配線は保持容量配線とその幹配線で、交差配線は走査信号線である。
【０００９】
　上記構成は、非表示領域において上記絶縁膜に局所的に膜厚の小さくなった部分を形成
しておき、その一部（例えば中央部）を刳り貫いて上記コンタクトホール（保持容量配線
と幹配線を接続するコンタクトホール）を形成することで得られる。
【００１０】
　このように、非表示領域の絶縁膜について、コンタクトホール形成位置およびその近傍
を薄く、その他の部分を厚くしておけば、幹配線と他の配線（例えば、走査信号線）との
短絡を確実に回避しながら、該幹配線を保持容量配線に精度良く接続することができる。
【００１１】
　本発明に係るアクティブマトリクス基板は、表示領域の各画素領域に、第１および第２
のトランジスタと、第１のトランジスタに接続する第１の画素電極と、第２のトランジス
タに接続する第２の画素電極とを備えたアクティブマトリクス基板であって、各画素領域
を通る第１および第２の保持容量配線と、該第１および第２の保持容量配線を覆う絶縁膜
とを備え、非表示領域において、上記第１の保持容量配線が絶縁膜の上層にある第１の幹
配線に第１のコンタクトホールを介して接続されるとともに、上記第２の保持容量配線が
絶縁膜の上層にある第２の幹配線に第２のコンタクトホールを介して接続されており、上
記絶縁膜は、上記第１のコンタクトホール内に（第１のコンタクトホールの開口下に）刳
り貫かれた部分を有し、この刳り貫かれた部分に隣接する領域の膜厚が小さくなっている
とともに、上記第２のコンタクトホール内に（第２のコンタクトホールの開口下に）刳り
貫かれた部分を有し、この刳り貫かれた部分に隣接する領域の膜厚が小さくなっているこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本アクティブマトリクス基板によれば、上記第１および第２の保持容量配線の電位を個
別制御することによって１つの画素領域に輝度の異なる複数の領域を形成すること（マル
チピクセル駆動）が可能となり、この場合においても上記の効果を望むことができる。こ
の場合、上記第１および第２の幹配線は、それぞれの電位波形の位相が互いに１８０度ず
れるように電位制御されても構わない。
【００１３】
　また、上記第１および第２の幹配線はそれぞれ、第１および第２のトランジスタがオフ
された後に電位が上昇あるいは降下するとともに、その状態が次フレームでこれらトラン
ジスタがオフされるまで続くように電位制御されても良い。すなわち、上記第１の保持容
量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が上昇してその状態が次フレームで
上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御されるとともに、上記第２の保
持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が下降してその状態が次フレー
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ムで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御されるか、あるいは、上記
第１の保持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が下降してその状態が
次フレームで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御されるとともに、
上記第２の保持容量配線が、上記各トランジスタがオフされた後に電位が上昇してその状
態が次フレームで上記各トランジスタがオフされるまで続くように電位制御される。
【００１４】
　この場合、上記第１の保持容量配線の電位が上昇するのと、第２の保持容量配線の電位
が下降するのとが一水平期間ずれているか、あるいは、上記第１の保持容量配線の電位が
下降するのと、第２の保持容量配線の電位が上昇するのとが一水平期間ずれていてもよい
。
【００１５】
　本アクティブマトリクス基板においては、上記絶縁膜はゲート絶縁膜であって、刳り貫
かれた部分に隣接する第１の膜厚部と、該第１の膜厚部に隣接し、これより膜厚の大きな
第２の膜厚部とを備え、各コンタクトホールで接続する両配線が異なる層に形成され、こ
の両配線の交差部全体が、上記第１の膜厚部の外周内に位置していてもよい。このように
、各幹配線下のより多くの部分を第１の膜厚部（ゲート絶縁膜が薄い部分）とすることで
、各幹配線と対向電極との距離が広がり、両者間の寄生容量を低減することができる。こ
れにより、各幹配線を伝わる信号の鈍りを抑制することができる。該構成では、さらに、
非表示領域において、第２の幹配線に接続する第２の保持容量配線が第１の幹配線とも交
差しており、この第２の保持容量配線と第１の幹配線とが交差する部分が、上記第１の膜
厚部の外周内に位置するも、この第２の保持容量配線と第１の幹配線とが交差する部分の
ゲート絶縁膜構造は、上記第２の膜厚部（ゲート絶縁膜が厚い部分）と同一であることが
望ましい。こうすれば、上記効果を得ながら第２の保持容量配線と第１の幹配線との短絡
も防止することができる。
【００１６】
　本発明に係るアクティブマトリクス基板は、複数の走査信号線とこれらを覆う絶縁膜と
を備えたアクティブマトリクス基板であって、各走査信号線は、非表示領域において、絶
縁膜の上層にある引き出し配線にコンタクトホールを介して接続され、上記絶縁膜は、上
記コンタクトホール内に（コンタクトホールの開口下に）刳り貫かれた部分を有し、この
刳り貫かれた部分に隣接する領域の膜厚が小さくなっていることを特徴とする。
【００１７】
　上記構成は、非表示領域において上記絶縁膜に周囲より膜厚の小さな部分を形成すると
ともにその一部（例えば中央部）を刳り貫いて上記コンタクトホール（走査信号線と引き
出し配線を接続するコンタクトホール）を形成することで得られる。
【００１８】
　このように、非表示領域の絶縁膜について、上記コンタクトホールの形成位置を薄く、
その他の部分を厚くしておけば、引き出し配線と他の配線（例えば、保持容量配線）との
短絡を確実に回避しながら、該引き出し配線と走査信号線とを精度良く接続することがで
きる。
【００１９】
　本発明に係るアクティブマトリクス基板においては、上記絶縁膜は、上記領域に該当す
る第１の膜厚部と、該第１の膜厚部に隣接し、これより膜厚の大きな第２の膜厚部とを備
える。上記構成は、非表示領域に位置する絶縁膜に周囲（第２の膜厚部）より膜厚の小さ
な第１の膜厚部を形成するとともに該第１の膜厚部の一部（例えば中央部）を刳り貫いて
上記コンタクトホールを形成することで得られる。なお、第１の膜厚部は刳り貫き部を取
り囲むように形成されていることが好ましく、第２の膜厚部は、少なくとも非表示領域に
おける幹配線および他配線の交差部に形成されていれば良い。
【００２０】
　本アクティブマトリクス基板においては、上記絶縁層はゲート絶縁膜であっても良く、
このゲート絶縁膜は複数のゲート絶縁層からなり、上記薄膜部においては少なくとも１つ
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のゲート絶縁層が薄く形成されていても構わない。また、上記ゲート絶縁膜は複数のゲー
ト絶縁層からなり、薄膜部において１以上のゲート絶縁層を有し、他の部分においてそれ
より多いゲート絶縁層を有する構成とすることもできる。
【００２１】
　この場合、少なくとも１つのゲート絶縁層を平坦化膜としても良い。こうすれば、走査
信号線およびデータ信号線の交差部の段差が小さくなり、データ信号線が走査信号線を乗
り越える段差が軽減されるため、信号線交差部におけるデータ信号線の断線が発生し難く
なる。また、例えば、ゲート絶縁層の１つにＳｉＮｘ（窒化シリコン）膜を用いる場合、
ゲート電極のテーパ部における緻密さがその他の領域より低下（膜質が低下）し、静電気
によるＳｉＮｘの破壊が発生しやすい。ここで、複数のゲート絶縁層のいずれかに平坦化
膜を用いれば、上記テーパ部においても絶縁膜の厚みを確保することができ、ＳｉＮｘ膜
の破壊を防止できる。
【００２２】
　本アクティブマトリクス基板においては、上記ゲート絶縁膜が有機物を含むゲート絶縁
層を備えても良い。有機物を含む材料としてはＳＯＧ（スピンオンガラス）材料やアクリ
ル系樹脂材料、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリシロキサ
ン系樹脂、ノボラック系樹脂などがある。これらの材料は基板上に塗布することで形成で
きるので、ミクロンオーダーの厚膜化が比較的容易である。このため、走査信号線に接続
された導電層や保持容量配線と他の配線との距離を大きくすることができ、短絡を発生し
難くすることができる。
【００２３】
　また、上記他の部分においては、最下層のゲート絶縁層を平坦化膜とすることが好まし
い。さらに、上記平坦化膜の基板面に接する部分の厚みが、基板面に形成されるゲート電
極の厚みよりも大きいことが好ましい。こうすれば、平坦化効果が向上し、各信号線間短
絡の発生を一層抑制することができる。また、データ信号線の断線もより発生し難くなる
。
【００２４】
　また、この最下層のゲート絶縁層を、スピンオンガラス（ＳＯＧ）材料からなる平坦化
膜（ＳＯＧ膜）とすることが好ましい。こうすれば、第１ゲート絶縁層としてのＳＯＧ膜
上に、第２ゲート絶縁層、高抵抗半導体層、および低抵抗半導体層をＣＶＤ法などにより
連続して成膜することができる。これにより、製造工程の短縮が可能となる。この場合、
上記薄膜部ではＳＯＧ膜を抜いておき、他の部分の最下層にＳＯＧ膜を形成する構成とす
ることもできる。また、ゲート絶縁膜における上記薄膜部のエッジ近傍を順テーパ形状と
すれば、その上層に形成される各電極が断線しにくくなる。
【００２５】
　本アクティブマトリクス基板においては、上記コンタクトホールが複数形成されていて
も良い。このように、コンタクトホールを複数形成することで、コンタクトの冗長性が得
られ、コンタクト不良の発生をさらに抑制することが可能となる。また、上記コンタクト
ホール内には、保持容量配線と幹配線とを接続する接続電極が形成されていても良い。こ
うすれば、コンタクトホール部分の面積を小さくできるので、非表示領域の面積を小さく
できる。これにより、アクティブマトリクス基板を小型化できる。この場合、上記接続電
極は、表示領域の画素電極と同一材料で形成されていても良い。こうすれば、接続電極を
画素電極形成時に同時形成することができるので、アクティブマトリクス基板の製造工程
を簡略化できる。また、上記幹配線は、表示領域のデータ信号線と同一材料で形成されて
いても良い。こうすれば、データ信号線形成時に幹配線を同時形成することができ、アク
ティブマトリクス基板の製造工程を簡略化できる。
【００２６】
　本アクティブマトリクス基板は、ゲート絶縁層の上層に、第１および第２の層間絶縁膜
を備え、上記コンタクトホールはゲート絶縁膜並びに第１および第２の層間絶縁膜を貫い
ていても良い。この場合、各画素領域に、トランジスタと画素電極とを接続する画素内コ
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ンタクトホールが形成され、画素内コンタクトホール下のゲート絶縁膜は第２の膜厚部と
同一の構造であっても良い。こうすれば、画素領域においてトランジスタ（そのドレイン
電極）と保持容量配線とが短絡しにくくなり、欠陥画素の発生を抑制することができる。
【００２７】
　上記構成においては、非表示領域のコンタクトホールで接続する両配線が異なる層に形
成され、この両配線の交差部全体が、第１の膜厚部の外周内に位置していることが好まし
い。こうすれば、非表示領域のコンタクトホール部分における第２の層間絶縁膜の厚みと
、画素内コンタクトホール部分における第２の層間絶縁膜の厚みとの差（膜厚差）を小さ
くでき、製造工程の簡易（短縮）化を図ることができる。例えば、上記交差部において、
両配線のうち下層側に位置する配線のエッジと、第１の膜厚部のエッジとの間隔が６０μ
ｍ以上とする。こうすれば、上記膜厚差を０．１～０．２μｍ程度にできるため、同一の
露光量で両コンタクトホールを形成することができる。これにより、第２層間絶縁膜が残
ってコンタクト不良が発生するといったおそれを低減することができる。
【００２８】
　本アクティブマトリクス基板では、上記ゲート絶縁膜は、各画素領域において、保持容
量配線と重畳する領域の中に膜厚の小さくなった薄膜部を備えても良い。こうすれば、保
持容量配線と薄膜部とが重なる位置で容量を支配的に決定でき、保持容量配線の仕上がり
具合が容量ばらつきに与える影響が小さくなる。
【００２９】
　本アクティブマトリクス基板では、上記ゲート絶縁膜は、各画素領域において、トラン
ジスタのゲート電極と重畳する部分に膜厚が小さくなった薄膜部を有しており、上記薄膜
部とトランジスタのソース電極との重畳面積は、上記薄膜部とトランジスタのドレイン電
極との重畳面積より小さい構成とすることもできる。こうすれば、トランジスタの特性を
維持しつつ、修正が容易でない信号線間（データ信号線・走査信号線間）短絡の発生を抑
制することが可能となる。
【００３０】
　本発明の液晶パネルは、上記アクティブマトリクス基板とこれに対向する対向基板とを
備え、この両基板間に、スペーサと液晶層とが設けられた液晶パネルであって、上記絶縁
膜はゲート絶縁膜であり、上記スペーサは、表示領域に配される第１のスペーサと非表示
領域に配される第２のスペーサとからなり、第１のスペーサ下のゲート絶縁膜構造と、第
２のスペーサ下のゲート絶縁膜構造とが同一であることを特徴とする。
【００３１】
　このように、非表示領域・表示領域間でスペーサ下のゲート絶縁膜構造を一致させるこ
とで第１および第２のスペーサの高さ設定が容易になり、表示領域および非表示領域間の
セルギャップの差を小さくすることができる。これにより、表示領域および非表示領域の
境界近傍における輝度ムラの発生を抑制することができる。
【００３２】
　本液晶パネルにおいては、上記ゲート絶縁膜は、上記刳り貫かれた部分に隣接する第１
の膜厚部と、この第１の膜厚部に隣接し、該第１の膜厚部より膜厚の大きな第２の膜厚部
とを有しており、第２のスペーサ下にあたる部分が第２の膜厚部となっていることが好ま
しい。第２の膜厚部はゲート絶縁膜が厚く、ゲート絶縁膜にＳＯＧ材料等を用いることで
平坦化効果が得られるためである。なお、上記ゲート絶縁膜は、上記第１の膜厚部におい
て１以上のゲート絶縁層を有するとともに第２の膜厚部において第１の膜厚部より多いゲ
ート絶縁層を有し、上記第２の膜厚部においては、いずれかのゲート絶縁層が平坦化膜で
あってもよい。
【００３３】
　本液晶パネルにおいては、第１および第２のスペーサそれぞれが、ゲート絶縁膜で覆わ
れる１つ金属配線のみに重なるように設けられ、該１つ金属配線が、走査信号線あるいは
保持容量配線であってもよい。
【００３４】
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　このように、非表示領域・表示領域間でスペーサ下の積層構造を類似させることで第１
および第２のスペーサの高さ設定がより容易になり、表示領域および非表示領域間のセル
ギャップの差をより小さくすることができる。
【００３５】
　本液晶パネルにおいては、第１のスペーサが、ゲート絶縁膜の上層にあるデータ信号線
と走査信号線との交差部分あるいは上記データ信号線と保持容量配線との交差部分に重な
るように設けられ、第２のスペーサが、幹配線と走査信号線との交差部分あるいは幹配線
と保持容量配線との交差部分に重なるように設けられていてもよい。
【００３６】
　このように、非表示領域・表示領域間でスペーサ下の積層構造を類似させることで第１
および第２のスペーサの高さ設定がより容易になり、表示領域および非表示領域間のセル
ギャップの差をより小さくすることができる。
【００３７】
　本液晶パネルにおいては、少なくとも第２のスペーサの比誘電率が、液晶層内の液晶材
料の平均比誘電率よりも小さいことが好ましい。こうすれば、第２のスペーサをいずれか
の幹配線上に設置した場合に、該幹配線および対向基板（電極）間の寄生容量が低減され
、幹配線を伝わる信号の鈍りを抑制することができる。
【００３８】
　本液晶パネルにおいては、ゲート絶縁膜と液晶層との間に層間絶縁膜が形成され、該層
間絶縁膜に有機物を含む層が含まれていてもよい。有機物を含む層間絶縁膜は、ＳｉＮｘ
やＳｉＯ２といった無機膜にくらべ弾性がある。よって、表示領域と非表示領域のスペー
サが対向基板側に形成され、かつスペーサがアクティブマトリクス基板と接触するような
構成においては、有機物を含む層間絶縁膜が配置されていると、その弾性変形によって、
対向基板側のカラーフィルタ層やブラックマトリクスの厚みばらつき、あるいはスペーサ
高さのばらつき、あるいはアクティブマトリクス基板の膜厚ばらつきが吸収されるという
効果がある。なお、有機物を含む層間絶縁膜には、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポ
リイミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリシロキサン系樹脂、ノボラック系樹脂等を用
いることができる。
【００３９】
　本液晶パネルは、上記アクティブマトリクス基板とこれに対向する対向基板とを備え、
この両基板間に、スペーサと液晶層とが設けられた液晶パネルであって、上記スペーサは
、表示領域に配される第１のスペーサと非表示領域に配される第２のスペーサとからなり
、第２の保持容量配線および第１の幹配線が交差する部分と重なるように第２のスペーサ
が設けられるとともに、第１のスペーサ下のゲート絶縁膜構造は、第２のスペーサ下のゲ
ート絶縁膜構造と同一であり、上記第２のスペーサは液晶層内の液晶材料よりも比誘電率
が小さいことを特徴とする。
【００４０】
　このように、非表示領域・表示領域間でスペーサ下の積層構造を類似させることで第１
および第２のスペーサの高さ設定がより容易になり、表示領域および非表示領域間のセル
ギャップの差をより小さくすることができる。
【００４１】
　また、第１の幹配線と第２の保持容量配線との短絡を防止するためにそれらの交差部を
第２の膜厚部（ゲート絶縁膜が厚い部分）にすると、第１の幹配線および対向基板間の距
離が縮まり、両者間の寄生容量は増加する。そこで、この交差部分上に、液晶材料の平均
比誘電率よりも小さい比誘電率をもつスペーサを配することで、この寄生容量を低減する
ことができる。
【００４２】
　本液晶パネルは、第１のスペーサは、ゲート絶縁膜の上層にあるデータ信号線と走査信
号線あるいはいずれかの保持容量配線との交差部分に重なるように設けられていることが
望ましい。
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【００４３】
　本液晶パネルは、上記アクティブマトリクス基板とこれに対向する対向基板とを備え、
この両基板間に、スペーサと液晶層とが設けられた液晶パネルであって、上記絶縁膜はゲ
ート絶縁膜であり、上記スペーサは、表示領域に配される第１のスペーサと非表示領域に
配される第２のスペーサとからなり、第１のスペーサ下のゲート絶縁膜構造と、第２のス
ペーサ下のゲート絶縁膜構造とが同一であることを特徴とする。
【００４４】
　このように、非表示領域・表示領域間でスペーサ下の積層構造を類似させることで第１
および第２のスペーサの高さ設定がより容易になり、表示領域および非表示領域間のセル
ギャップの差をより小さくすることができる。
【００４５】
　また、本発明の表示装置は、上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする
。
【００４６】
　また、本発明のテレビジョン受像機は、上記表示装置と、テレビジョン放送を受信する
チューナ部とを備えていることを特徴とする。
【００４７】
　以上のように、非表示領域の絶縁膜について、保持容量配線およびその幹配線を接続す
るコンタクトホールの形成位置を薄く、その他の部分を厚くしておくことで、幹配線と他
の配線との短絡を確実に回避しながら、該幹配線および保持容量配線を精度良く接続する
ことができる。また、走査信号線およびその引き出し配線を接続するコンタクトホールの
形成位置を薄く、その他の部分を厚くしておくことで、引き出し配線と他の配線との短絡
を確実に回避しながら、該引き出し配線と走査信号線とを精度良く接続することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の構成を示す平面図である。
【図２】図１のＡ１－Ａ２の断面を示す断面図である。
【図３】本アクティブマトリクス基板の他の構成を示す平面図である。
【図４】図３のＡ３－Ａ４の断面を示す断面図である。
【図５】本アクティブマトリクス基板の他の構成を示す平面図である。
【図６】本アクティブマトリクス基板の他の構成を示す平面図である。
【図７】図６のＢ１－Ｂ２の断面を示す断面図である。
【図８】図６のＢ３－Ｂ４の断面を示す断面図である。
【図９】本アクティブマトリクス基板のコンタクトホールの構成を示す平面図である。
【図１０】図７・８に示す距離ｄとＴ１およびＴ２の差（膜厚差）との関係を示すグラフ
である。
【図１１】本実施の形態に係る液晶パネルの構成を示す断面図である。
【図１２】本実施の形態に係る液晶パネルの制御構成を示すブロック図である。
【図１３】本実施の形態に係るテレビジョン受像機の構成を示すブロック図である。
【図１４】本実施の形態に係るテレビジョン受像機の構成を示す斜視図である。
【図１５】図５に示すアクティブマトリクス基板の駆動方法を示すタイミングチャートで
ある。
【図１６】図５に示すアクティブマトリクス基板の他の駆動方法を示すタイミングチャー
トである。
【図１７】本アクティブマトリクス基板の他の駆動方法を示すタイミングチャートである
。
【図１８】図５に示すアクティブマトリクス基板の変形例を示す平面図である。
【図１９】図１８に示すアクティブマトリクス基板を用いた液晶パネルの構成を示す平面
図である。
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【図２０】図１９に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図２１】図１９に示す液晶パネルの変形例を示す平面図である。
【図２２】図２１に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図２３】図１９に示す液晶パネルの変形例を示す平面図である。
【図２４】図２３に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図２５】図１９に示す液晶パネルの変形例を示す平面図である。
【図２６】図２５に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図２７】図１９に示す液晶パネルの変形例を示す平面図である。
【図２８】図２７に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図２９】図１９に示す液晶パネルの変形例を示す平面図である。
【図３０】図２９に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図３１】図１９に示す液晶パネルの変形例を示す平面図である。
【図３２】図３１に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図３３】図６に示すアクティブマトリクス基板を用いた液晶パネルの構成を示す平面図
である。
【図３４】図３３に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図３５】図３に示すアクティブマトリクス基板を用いた液晶パネルの構成を示す平面図
である。
【図３６】図３５に示す液晶パネルの表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視
断面図である。
【図３７（ａ）】従来のアクティブマトリクス基板の構成を示す平面図である。
【図３７（ｂ）】図３７（ａ）に示すアクティブマトリクス基板の断面図である。
【符号の説明】
【００４９】
　７　ドレイン引き出し電極
　８　ドレイン電極
　９　ソース電極
　１０　１０ｘ　１０ｙ　１０ｚ　アクティブマトリクス基板
　１１　４８　６８　コンタクトホール
　１２　ＴＦＴ（トランジスタ）
　１５　データ信号線
　１６　走査信号線
　１７　画素電極
　１８　保持容量配線
　２１　第１ゲート絶縁層
　２２　第２ゲート絶縁層
　３１　５７　薄膜部
　４０　ゲート絶縁膜
　４４　表示領域
　５０　Ｃｓ幹配線
　５１　フォトスペーサ
　５２　６２　９２　刳り貫き部
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　５３　６３　７１　９３　第１の膜厚部
　５４　６４　９４　第２の膜厚部
　５５　非表示領域
　５９ｘ　ゲート引き出し配線
　６１　フォトスペーサ
　ＰＡ　画素領域
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　本発明の実施の形態１について図１～図３６に基づいて説明すれば以下のとおりである
。図１は、本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板（表示領域・非表示領域）の概
略構成を示す平面図であり、図２は図１に示すＡ１－Ａ２線矢視断面図である。
【００５１】
　図１に示されるように、アクティブマトリクス基板１０は、その表示領域４４において
、互いに直交するように図中左右方向に形成された走査信号線１６および図中上下方向に
形成されたデータ信号線１５と、各信号線（１５・１６）の交点近傍に形成されたＴＦＴ
（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：薄膜トランジスタ）１２と、画素電極１
７と、図中左右方向に形成された保持容量配線（Ｃｓ配線）１８とを備える。以下、図中
左右方向は走査信号線あるいは保持容量配線に沿う方向、図中上下方向はデータ信号線に
沿う方向を意味する。
【００５２】
　ＴＦＴ１２は、そのソース電極９がデータ信号線１５に接続され、そのドレイン電極８
がドレイン引き出し配線３７、ドレイン引き出し電極７、およびコンタクトホール１１を
介して画素電極１７に接続される。なお、走査信号線１６がＴＦＴ１２のゲート電極を兼
ねている。画素電極１７はＩＴＯ等の透明電極であり、アクティブマトリクス基板１０下
からの光（バックライト光）を透過させる。
【００５３】
　アクティブマトリクス基板１０においては、走査信号線１６に送られる走査信号（ゲー
トＯＮ電圧）によってＴＦＴ１２がＯＮ（ソース電極９とドレイン電極８とが導通状態）
となり、この状態においてデータ信号線１５に送られるデータ信号（信号電圧）がソース
電極９、ドレイン電極８、ドレイン引き出し配線３７、ドレイン引き出し電極７、および
コンタクトホール１１を介して画素電極１７に書き込まれる。
【００５４】
　保持容量配線１８は各画素領域ＰＡを図中左右方向に横切っており、この保持容量配線
１８が保持容量の一方電極（保持容量下電極）として、ドレイン引き出し電極７が他方の
電極（保持容量上電極）として機能する。なお、この保持容量は、例えば、画素電極１７
に次のデータ信号が入力されるまでの間、画素電極１７に書き込まれた電位を保持するた
めの容量Ｃとして機能する。
【００５５】
　一方図１に示されるように、アクティブマトリクス基板１０は、その非表示領域５５に
おいて、走査信号線の端部１６ｘと、保持容量配線（Ｃｓ配線）の端部１８ｘと、図中上
下方向に形成されたＣｓ幹配線（共通配線）５０とを備える。ここで、各保持容量配線の
端部１８ｘはコンタクトホール４８を介してＣｓ幹配線５０に接続されており、該Ｃｓ幹
配線５０を介して各保持容量配線１８に所定の電位が与えられる。具体的には、非表示領
域５５において各保持容量配線の端部１８ｘとＣｓ幹配線５０とが直交しており、その交
差部Ｐの中にコンタクトホール４８が形成されている。
【００５６】
　ここで、上記交差部分およびその近傍の断面構造を図２に示す。同図に示すように、非
表示領域では、基板２０上に保持容量配線の端部１８ｘと走査信号線の端部１６ｘとが形
成され、これらを覆うようにゲート絶縁膜４０が設けられる。ゲート絶縁膜４０は、保持
容量配線の端部１８ｘと重畳する領域の中に、コンタクトホール４８の一部となる（コン
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タクトホール４８の開口下に位置する）刳り貫き部５２と、該刳り貫き部５２を取り囲む
第１の膜厚部５３とを備える。さらに、ゲート絶縁膜４０は、該第１の膜厚部５３を取り
囲むように第２の膜厚部５４を備え、この第２の膜厚部５４は、例えば走査信号線の端部
１６ｘと重なっている。ここで、第２の膜厚部５４は第１のゲート絶縁層２１と第２のゲ
ート絶縁層２２とからなる一方で第１の膜厚部５３は第２のゲート絶縁層２２のみからな
る。製造工程では、保持容量配線１８および走査信号線１６を覆うように第１のゲート絶
縁層２１を形成した後にその一部（第１の膜厚部５３および刳り貫き部５２に対応する箇
所）をエッチング除去し、続いて第２のゲート絶縁層２２を形成し、さらに、第２のゲー
ト絶縁層２２の刳り貫き部５２に対応する部分をエッチング除去する。これにより、第１
および第２の膜厚部５３・５４並びに刳り貫き部５２が形成される。
【００５７】
　ゲート絶縁膜４０上には、刳り貫き部５２以外の部分にＣｓ幹配線５０が形成される。
すなわち、Ｃｓ幹配線５０には、（ゲート絶縁膜の）刳り貫き部５２と全体が重なるメタ
ル抜き部４９が設けられる構成となっている。
【００５８】
　さらに、Ｃｓ幹配線５０上には第１の層間絶縁膜２５が形成される。第１の層間絶縁膜
２５にはコンタクトホール４８の一部となるホールが、Ｃｓ幹配線５０と重なるように設
けられており、コンタクトホール４８内でＣｓ幹配線５０の一部が露出する構造となって
いる。そして、ゲート絶縁膜の刳り貫き部５２およびメタル抜き部４９並びに第１の層間
絶縁膜２５のホールを埋めるように接続電極３８（ＩＴＯ）が形成されており、この接続
電極３８によって保持容量配線の端部１８ｘとＣｓ幹配線５０とが接続される。
【００５９】
　以上の構成を平面的にみると、図１に示すように、第１の膜厚部５３は、全体が交差部
Ｐ（Ｃｓ幹配線および保持容量配線の端部の交差部）と重畳しており、その外周（エッジ
）は図中上下方向を長手方向とする長方形形状となっている。メタル抜き部４９は、その
全体が第１の膜厚部５３のエッジ内におさまるような図中左右方向を長手方向とする長方
形形状である。コンタクトホール４８は、その全体が第１の膜厚部５３のエッジ内におさ
まり、かつメタル抜き部４９と直角に交差するような図中上下方向を長手方向とする長方
形形状となっている。このように、コンタクトホール４８とメタル抜き部４９とを直交さ
せることで、両者間のズレマージンを大きくすることできる。
【００６０】
　なお、Ｃｓ幹配線５０および保持容量配線の端部１８ｘを接続するコンタクトホール４
８は図１のように１つである必要はなく、図９のように複数のコンタクトホール４８ｍと
することも可能である。
【００６１】
　このように、非表示領域５５のゲート絶縁膜について、コンタクトホール４８の形成位
置を薄く、その他の部分を厚くしておけば、Ｃｓ幹配線５０と他の配線（例えば、走査信
号線の端部１６ｘ）との短絡を確実に回避しながら、Ｃｓ幹配線５０と保持容量配線の端
部１８ｘとを精度良く接続することができる。
【００６２】
　本アクティブマトリクス基板１０の表示領域４４については以下のとおりである。すな
わち、保持容量配線１８を覆うゲート絶縁膜上に、ＴＦＴ１２のドレイン電極８から引き
出されたドレイン引き出し電極７および第１の層間絶縁膜がこの順に形成され、該第１の
層間絶縁膜上に画素電極１７が形成される。
【００６３】
　ドレイン引き出し電極７は、その全体が画素電極１７および保持容量配線１８と重畳す
る。ここで、各画素領域ＰＡに設けられるゲート絶縁膜は、ドレイン引き出し電極７と重
畳する領域の中に、周囲より膜厚の小さくなった薄膜部３１を有している。薄膜部３１は
、図２の第１の膜厚部５３と同じ構成であり、第２のゲート絶縁層２２のみからなる。な
お、薄膜部３１の周囲のゲート絶縁膜は、第２の膜厚部と同じ構造（第１のゲート絶縁層
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２１および第２のゲート絶縁層２２からなる）となっている。平面的にみると、薄膜部３
１は左右方向を長手方向とする長方形形状であり、その全体が保持容量配線１８およびド
レイン引き出し電極７と重畳している。これにより、保持容量配線１８およびドレイン引
き出し電極７並びに薄膜部３１の重なり部分で上記容量Ｃを支配的に決定できるようにな
るため、保持容量配線１８の仕上がり具合が容量Ｃばらつきに与える影響が小さくなる。
さらに、各画素領域ＰＡには、その全体が薄膜部３１およびドレイン引き出し電極７と重
畳するコンタクトホール１１が設けられ、このコンタクトホール１１を介してドレイン引
き出し電極７が画素電極１７に接続される。
【００６４】
　また、各画素領域ＰＡのゲート絶縁膜には、ＴＦＴ１２と重畳する部分にも周囲より膜
厚の小さくなった薄膜部５７が設けられる。薄膜部５７は第１の膜厚部と同じ構成であり
、第２のゲート絶縁層のみからなる。ここで、ソース電極９と薄膜部５７との重畳面積が
、ドレイン電極８と薄膜部５７との重畳面積より小さくなるように構成されている。こう
すれば、ＴＦＴ１２の特性を維持しつつ、修正が容易でない信号線間（データ信号線１５
・走査信号線間１６）短絡の発生を抑制することが可能となる。
【００６５】
　なお、第１ゲート絶縁層２１としては、絶縁性の材料（例えば、有機物を含む材料）を
用いることが可能であるが、例えば、スピンオンガラス（ＳＯＧ）材料を用いることがで
きる。ＳＯＧ材料とは、スピンコート法などの塗布法によってガラス膜（シリカ膜）を形
成し得る材料のことである。ＳＯＧ材料の中でも、例えば有機成分を含むスピンオンガラ
ス材料（いわゆる有機ＳＯＧ材料）が好適である。有機ＳＯＧ材料としては、特に、Ｓｉ
－Ｏ－Ｃ結合を骨格とするＳＯＧ材料や、Ｓｉ－Ｃ結合を骨格とするＳＯＧ材料を好適に
用いることができる。有機ＳＯＧ材料は、比誘電率が低く、容易に厚い膜を形成すること
ができる。すなわち、有機ＳＯＧ材料を用いれば、第１ゲート絶縁層２１の比誘電率を低
くして第１ゲート絶縁層２１を厚く形成することが容易になるとともに平坦化を行うこと
も可能になる。本実施の形態では、第１ゲート絶縁層２１の厚さを、１．５μｍ～２．０
μｍ程度としている。なお、有機物を含む材料としては上記ＳＯＧ材料のほか、アクリル
系樹脂材料、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリシロキサン
系樹脂、ノボラック系樹脂などがある。
【００６６】
　なお、上記Ｓｉ－Ｏ－Ｃ結合を有するＳＯＧ材料としては、例えば、特開２００１－９
８２２４号公報や特開平６－２４０４５５号公報に開示されている材料や、ＩＤＷ’０３
予稿集第６１７頁に開示されている東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製ＤＤ１
１００を挙げることができる。また、Ｓｉ－Ｃ結合を骨格とするＳＯＧ材料としては、例
えば、特開平１０－１０２００３号公報に開示されている材料を挙げることができる。
【００６７】
　また、第１ゲート絶縁層２１に、シリカフィラーを含む有機ＳＯＧ材料を用いることも
できる。この場合、有機ＳＯＧ材料から形成された基材中にシリカフィラーを分散させた
構成とすることが好ましい。こうすれば、基板２０が大型化しても、第１ゲート絶縁層２
１を、クラックを発生させることなく形成することができる。なお、シリカフィラーの粒
径は、例えば、１０ｎｍ～３０ｎｍであり、その混入比率は、２０体積％～８０体積％で
ある。シリカフィラーを含む有機ＳＯＧ材料としては、例えば、触媒化学社製ＬＮＴ－０
２５を用いることができる。
【００６８】
　第２ゲート絶縁層２２は、第１ゲート絶縁層２１上に形成する絶縁性の膜である。本実
施の形態では、第２ゲート絶縁層２２は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる膜であり、そ
の窒化シリコン膜の厚さは３００ｎｍ～５００ｎｍ（３０００Å～５０００Å）程度とな
っている。
【００６９】
　また、データ信号線１５、ソース電極９、ドレイン電極８およびＣｓ幹配線５０等は、
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例えば、チタン、クロム、アルミニウム、モリブデン、タンタル、タングステン、銅等の
金属またはこれら金属の合金からなる単層膜または積層膜とすることができる。これらの
膜厚は、１００ｎｍ～３００ｎｍ（１０００Å～３０００Å）の程度とすればよい。
【００７０】
　また、第１の層間絶縁膜２５（チャネル保護膜）としては、窒化シリコン、酸化シリコ
ン等の無機絶縁膜または、それらの積層膜等が用いられる。本実施の形態では２００ｎｍ
～５００ｎｍ（２０００Å～５０００Å）程度の膜厚の窒化シリコンを用いている。
【００７１】
　また、第１の層間絶縁膜２５上に形成される画素電極１７（表示領域）および接続電極
３８（非表示領域）は、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ、酸化亜鉛、酸化スズ等の透明性を有す
る導電膜からなっており、膜厚は１００ｎｍ～２００ｎｍ（１０００Å～２０００Å）程
度である。
【００７２】
　以下に、本アクティブマトリクス基板の製造方法の一例を、図１・図２を用いて説明す
る。
【００７３】
　まず、透明絶縁性基板２０上にチタン、クロム、アルミニウム、モリブデン、タンタル
、タングステン、銅等の金属またはこれら金属の合金をスパッタリング法等の方法にて成
膜する。そして、この金属膜または合金膜をフォトエッチング法等にて必要な形状にパタ
ーン形成することによって、保持容量配線１８および走査信号線１６（各ＴＦＴのゲート
電極）が形成される。なお、非表示領域には保持容量配線の端部１８ｘが形成される。
【００７４】
　次いで、スピンコート法を用いて、保持容量配線１８および走査信号線１６の上を覆う
ようにＳＯＧ材料等を塗布する。これにより、第１ゲート絶縁層２１（平坦化膜）が形成
される。そして、第１ゲート絶縁層２１上にフォトレジストを塗布した後に、フォトマス
クを用いて露光を行い、その後、現像を施す。次いで、ドライエッチングを行うことによ
り、第１ゲート絶縁層２１を除去する。ドライエッチングは、例えば、四フッ化水素（Ｃ
Ｆ４）と酸素（Ｏ２）との混合ガスを用いて行うことができる。このとき、四フッ化水素
（ＣＦ４）と酸素（Ｏ２）との混合比率を調整することで、第１ゲート絶縁層除去部分の
エッジ近傍を順テーパ形状にすることができる。
【００７５】
　このように第１ゲート絶縁層２１をパターニングすることで、非表示領域の第１の膜厚
部５３と、表示領域の各薄膜部（保持容量配線１８と重畳する薄膜部３１およびＴＦＴ部
の薄膜部５７）を形成することができる。
【００７６】
　続いて、第２ゲート絶縁層２２、半導体層（高抵抗半導体層および低抵抗半導体層）を
プラズマＣＶＤ（化学的気相成長法）等によって連続して成膜した後に、フォトエッチン
グ法等によってパターン形成する。
【００７７】
　次いで、データ信号線１５、ソース電極９、ドレイン電極８、ドレイン引き出し配線３
７、ドレイン引き出し電極７、加えて、非表示領域にＣｓ幹配線５０を形成する。これら
は全て同一工程により形成することができる。具体的には、チタン、クロム、アルミニウ
ム、モリブデン、タンタル、タングステン、銅等の金属またはこれら金属の合金をスパッ
タリング法等の方法にて成膜し、この金属膜または合金膜をフォトエッチング法等にて必
要な形状にパターニングする。
【００７８】
　そして、アモルファスシリコン膜等の高抵抗半導体層（ｉ層）、ｎ＋アモルファスシリ
コン膜等の低抵抗半導体層（ｎ＋層）に対して、データ信号線１５、ソース電極９、およ
びドレイン電極８のパターンをマスクにし、ドライエッチングにてチャネルエッチングを
行う。このプロセスにてｉ層の膜厚が最適化され、ＴＦＴ１２が形成される。すなわち、
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データ信号線１５、ソース電極８およびドレイン電極９にて覆われていない半導体層がエ
ッチング除去され、ＴＦＴ１２の能力に必要なｉ層膜厚が残される。
【００７９】
　次いで、ＴＦＴ１２のチャネルを保護する（チャネルを覆う）第１の層間絶縁膜２５を
形成する。本実施の形態では、プラズマＣＶＤ法等を用いて、窒化シリコン、酸化シリコ
ン等の無機絶縁膜を成膜した。
【００８０】
　さらに、表示領域ではコンタクトホール１１の位置に基づいて第１の層間絶縁膜２５を
エッチングしてホールを形成するとともに、非表示領域ではコンタクトホール４８の位置
に基づいて第１の層間絶縁膜２５および第２のゲート絶縁層２２をエッチングしてホール
を形成する。ここでは、例えば、感光性レジストをフォトリソグラフィ法（露光および現
像）によりパターニングし、エッチングを行う。
【００８１】
　ついで、第１の層間絶縁膜上および各絶縁層（２５・２２）のホール内に、ＩＴＯ、Ｉ
ＺＯ、酸化亜鉛、酸化スズ等の透明性を有する導電膜をスパッタリング法等の方法によっ
て成膜し、これをフォトエッチング法等の方法にて必要な形状にパターンする。これによ
り、表示領域においては画素電極１７が形成され、コンタクトホール１１では画素電極１
７とドレイン引き出し電極７とが接続される。また、非表示領域においては接続電極３８
が形成され、コンタクトホール４８にてＣｓ幹配線５０と保持容量配線の端部１８ｘとが
接続される。
【００８２】
　本アクティブマトリクス基板は、図３のように構成することも可能である。図３に示さ
れるように、アクティブマトリクス基板１０ｙは、非表示領域５５において、図中左右方
向に形成された走査信号線の端部１６ｘと、図中左右方向に形成されたゲート引き出し配
線の端部５９ｘと、図中左右方向に形成された保持容量配線（Ｃｓ配線）の端部１８ｘと
、図中上下方向に形成されたＣｓ幹配線（共通配線）５０とを備える。なお、表示領域４
４の構成は図１と同様である。ここで、走査信号線の端部１６ｘはコンタクトホール６８
を介してゲート引き出し配線の端部５９ｘに接続されている。具体的には、非表示領域５
５において走査信号線の端部１６ｘとゲート引き出し配線の端部５９ｘとが重畳しており
、その重畳部Ｐの中にコンタクトホール６８が形成されている。
【００８３】
　ここで、上記重畳部Ｐおよびその近傍の断面構造（図３のＡ３－Ａ４断面図）を図４に
示す。同図に示すように、基板２０上には走査信号線の端部１６ｘが形成され、これを覆
うようにゲート絶縁膜４０が設けられる。ゲート絶縁膜４０は、走査信号線の端部１６ｘ
と重畳する領域の中に、コンタクトホール６８の一部となる（コンタクトホール６８の開
口下に位置する）刳り貫き部６２と、該刳り貫き部６２を取り囲む第１の膜厚部６３とを
備える。さらに、ゲート絶縁膜４０は、該第１の膜厚部６３を取り囲むように第２の膜厚
部６４を備え、この第２の膜厚部６４は、例えばＣｓ幹配線５０と重なっている。ここで
、第２の膜厚部６４は第１のゲート絶縁層２１および第２のゲート絶縁層２２とからなる
一方で第１の膜厚部６３は第２のゲート絶縁層２２のみからなる。製造工程では、保持容
量配線１８および走査信号線１６を覆うように第１のゲート絶縁層２１を形成した後にそ
の一部（第１の膜厚部６３および刳り貫き部６２に対応する箇所）をエッチング除去し、
続いて第２のゲート絶縁層２２を形成し、さらに、第２のゲート絶縁層２２の刳り貫き部
６２に対応する部分をエッチング除去する。これにより、第１および第２の膜厚部６３・
６４並びに刳り貫き部６２が形成される。
【００８４】
　ゲート絶縁膜４０上には、刳り貫き部６２以外の部分にゲート引き出し配線の端部５９
ｘが形成される。すなわち、ゲート引き出し配線の端部５９ｘには、ゲート絶縁膜の刳り
貫き部６２と全体が重なるメタル抜き部６９が設けられる。
【００８５】
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　ゲート引き出し配線の端部５９ｘ上には第１の層間絶縁膜２５が形成される。第１の層
間絶縁膜２５にはコンタクトホール６８の一部となるホールが、ゲート引き出し配線の端
部５９ｘと重なるように設けられており、コンタクトホール内でゲート引き出し配線の端
部５９ｘの一部が露出するような構成となっている。そして、ゲート絶縁膜の刳り貫き部
６２およびメタル抜き部６９並びに第１の層間絶縁膜２５のホールを埋めるように接続電
極７８（ＩＴＯ）が形成されており、この接続電極７８によって走査信号線の端部１６ｘ
とゲート引き出し配線の端部５９ｘとが接続される。
【００８６】
　以上の構成を平面的にみると、図３に示すように、第１の膜厚部６３は、全体が交差部
Ｐ（ゲート引き出し配線の端部と走査線信号線の端部との交差部）と重畳しており、その
外周（エッジ）は図中上下方向を長手方向とする長方形形状となっている。メタル抜き部
６９は、その全体が第１の膜厚部６３のエッジ内におさまるような図中左右方向を長手方
向とする長方形形状である。コンタクトホール６８は、その全体が第１の膜厚部６３のエ
ッジ内におさまり、かつメタル抜き部６９と直角に交差するような図中上下方向を長手方
向とする長方形形状となっている。
【００８７】
　図３に示す本アクティブマトリクス基板１０ｙとカラーフィルタ基板（ＣＦ基板）とを
備える液晶パネルの構成を図３５に示す。ここではカラーフィルタ基板の構成要素のうち
、フォトスペーサのみを図示している。図３５に示すように、液晶パネル５０４ｊでは、
表示領域４４において、各走査信号線１６と重なるように、フォトスペーサ５１（第１の
スペーサ）が配置されるとともに、非表示領域５５において、各走査信号線の端部１６ｘ
と重なるようにフォトスペーサ６１（第２のスペーサ）が配置される。なお、図示してい
ないが、フォトスペーサ５１は、表示領域４４の各走査信号線１６と重なるように図中左
右方向に間隔をおいて配置される。
【００８８】
 なお、フォトスペーサ５１・６１は柱状のスペーサであって、ＣＦ基板側に設けられる
が、アクティブマトリクス基板側に設けることもできる。
【００８９】
　図３６に、図３５の表示領域におけるフォトスペーサ５１を含む線矢視断面図および非
表示領域におけるフォトスペーサ６１を含む線矢視断面図を示す。同図に示すように、表
示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順に、走査信号線１６、
第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および第１の層間絶縁膜２５が配され、
非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性基板２０側から順に、走査信号線の
端部１６ｘ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および第１の層間絶縁膜２
５が配される。
【００９０】
　図３５の構成でも、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造が一致している
ため、各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、表示領域４４および非表示
領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。
【００９１】
　本アクティブマトリクス基板は、図５のように構成することも可能である。このアクテ
ィブマトリクス基板は、１つのサブ画素（Ｒ、Ｇ、Ｂのいずれか１つに対応）に、輝度の
異なる複数の領域を形成するマルチピクセル駆動に用いられる。
【００９２】
　図５に示すように、アクティブマトリクス基板１０ｘは、その表示領域４４において、
互いに直交するように図中左右方向に形成された走査信号線１６および図中上下方向に形
成されたデータ信号線１５と、各信号線（１５・１６）の交点近傍に形成された第１およ
び第２のＴＦＴ１２ａ・１２ｂと、第１および第２の画素電極１７ａ・１７ｂと、図中左
右方向に形成された第１および第２の保持容量配線（Ｃｓ配線）１８ａ・１８ｂとを備え
る。１つ画素領域ＰＡには、この第１および第２のＴＦＴ１２ａ・１２ｂと第１および第
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２の画素電極１７ａ・１７ｂとが含まれる。
【００９３】
　第１のＴＦＴ１２ａは、そのソース電極９がデータ信号線１５に接続され、そのドレイ
ン電極８ａがドレイン引き出し配線３７ａ、ドレイン引き出し電極７ａ、およびコンタク
トホール１１ａを介して第１の画素電極１７ａに接続される。同様に、第２のＴＦＴ１２
ｂは、そのソース電極９がデータ信号線１５に接続され、そのドレイン電極８ｂがドレイ
ン引き出し配線３７ｂ、ドレイン引き出し電極７ｂ、およびコンタクトホール１１ｂを介
して第２の画素電極１７ｂに接続される。なお、走査信号線１６が第１および第２のＴＦ
Ｔ１２ａ・１２ｂのゲート電極を兼ねている。
【００９４】
　本アクティブマトリクス基板では、第１の保持容量配線１８ａはドレイン引き出し電極
７ａと重畳し、第２の保持容量配線１８ｂは、ドレイン引き出し電極７ｂと重畳している
。そして、ドレイン引き出し電極７ａは容量Ｃ１の一方電極として機能し、第１の保持容
量配線１８ａは該容量Ｃ１の他方電極として機能する。同様に、ドレイン引き出し電極７
ｂは容量Ｃ２の一方電極として機能し、第２の保持容量配線１８ｂは該容量Ｃ２の他方電
極として機能する。これら容量Ｃ１・Ｃ２はそれぞれ、各画素電極電位の制御用容量およ
び保持容量としての機能を兼ね備えている。
【００９５】
　すなわち、本アクティブマトリクス基板では、データ信号線１５からのデータ（信号電
位）が、各ＴＦＴ（１２ａ・１２ｂ）の共通のソース電極９と、ドレイン電極８ａ・８ｂ
等とを介して、第１および第２の画素電極１７ａ・１７ｂそれぞれに与えられるが、第１
および第２の保持容量配線１８ａ・１８ｂには互いに逆位相の信号電圧が印加されており
、第１および第２の画素電極１７ａ・１７ｂそれぞれが異なる電位に制御される。これに
より、１つの画素領域内に明るい領域と暗い領域とを形成でき、面積階調によって中間調
を表現することができる。この結果、斜め視角における白浮きを改善できる等、表示品位
を高めることができる。
【００９６】
　一方、アクティブマトリクス基板１０ｘは、その非表示領域５５において、走査信号線
の端部１６ｘと、第１および第２の保持容量配線（Ｃｓ配線）の端部１８Ａ・１８Ｂと、
図中上下方向に形成された第１および第２のＣｓ幹配線（共通配線）５０ａ・５０ｂとを
備える。
【００９７】
　ここで、第１の保持容量配線の端部１８Ａはコンタクトホール４８ａを介して第１のＣ
ｓ幹配線５０ａに接続されており、該第１のＣｓ幹配線５０ａを介して第１の保持容量配
線１８ａに信号電位が与えられる。具体的には、非表示領域５５において第１の保持容量
配線の端部１８Ａと第１のＣｓ幹配線５０ａとが交差しており、その交差部Ｐ１の中にコ
ンタクトホール４８ａが形成されている。同様に、第２の保持容量配線の端部１８Ｂはコ
ンタクトホール４８ｂを介して第２のＣｓ幹配線５０ｂに接続されており、該第２のＣｓ
幹配線５０ｂを介して第２の保持容量配線１８ｂに（第１の保持容量配線１８ａとは逆位
相の）信号電位が与えられる。具体的には、非表示領域５５において第２の保持容量配線
の端部１８Ｂと第２のＣｓ幹配線５０ｂとが交差しており、その交差部Ｐ２の中にコンタ
クトホール４８ｂが形成されている。
【００９８】
　本アクティブマトリクス基板１０ｘには、交差部Ｐ１と重畳する位置に、第１の膜厚部
５３ａ、メタル抜き部４９ａ、接続電極３８ａ、およびコンタクトホール４８ａが設けら
れる。第１の膜厚部５３ａはゲート絶縁膜が周囲より薄くなっている（第１ゲート絶縁層
のみからなる）部分である。ゲート絶縁膜は、第１の膜厚部５３ａを取り囲むように膜厚
の大きな第２の膜厚部（図示せず）を有しており、この第２の膜厚部は、例えば走査信号
線の端部１６ｘや第２のＣｓ幹配線５０ｂと重なっている。メタル抜き部４９ａは、第１
のＣｓ幹配線５０ａの一部を刳り貫いた部分であり、ゲート絶縁膜が刳り貫かれた部分と
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重なる。
【００９９】
　ここで、第１の膜厚部５３ａは、全体が交差部Ｐ１（第１のＣｓ幹配線５０ａと第１の
保持容量配線の端部１８Ａとの交差部）と重畳しており、その外周（エッジ）は図中上下
方向を長手方向とする長方形形状となっている。メタル抜き部４９ａは、その全体が第１
の膜厚部５３ａのエッジ内におさまるような図中左右方向を長手方向とする長方形形状で
ある。コンタクトホール４８ａは、その全体が第１の膜厚部５３ａのエッジ内におさまり
、かつメタル抜き部４９ａと直角に交差するような図中上下方向を長手方向とする長方形
形状となっている。なお、接続電極３８ａ（ＩＴＯ）は、メタル抜き部４９ａおよびコン
タクトホール４８ａと重畳するように形成され、第１のＣｓ幹配線５０ａと第１の保持容
量配線の端部１８Ａとを接続している。
【０１００】
　本アクティブマトリクス基板１０ｘには、交差部Ｐ２と重畳する位置に、第１の膜厚部
５３ｂ、メタル抜き部４９ｂ、接続電極３８ｂ、およびコンタクトホール４８ｂが設けら
れる。第１の膜厚部５３ｂはゲート絶縁膜が周囲より薄くなっている（第１ゲート絶縁層
のみからなる）部分である。ゲート絶縁膜は、第１の膜厚部５３ｂを取り囲むように膜厚
の大きな第２の膜厚部（図示せず）を有しており、この第２の膜厚部は、例えば走査信号
線の端部１６ｘや第２のＣｓ幹配線５０ａと重なっている。
【０１０１】
　メタル抜き部４９ｂは、第２のＣｓ幹配線５０ｂの一部を刳り貫いた部分であり、ゲー
ト絶縁膜が刳り貫かれた部と重なる。ここで、第１の膜厚部５３ｂは、全体が交差部Ｐ２
（第２のＣｓ幹配線５０ｂと第２の保持容量配線の端部１８Ｂとの交差部）と重畳してお
り、その外周（エッジ）は図中上下方向を長手方向とする長方形形状となっている。メタ
ル抜き部４９ｂは、その全体が第１の膜厚部５３ｂのエッジ内におさまるような図中左右
方向を長手方向とする長方形形状である。コンタクトホール４８ｂは、その全体が第１の
膜厚部５３ｂのエッジ内におさまり、かつメタル抜き部４９ｂと直角に交差するような図
中上下方向を長手方向とする長方形形状となっている。なお、接続電極３８ｂ（ＩＴＯ）
は、メタル抜き部４９ｂおよびコンタクトホール４８ｂと重畳するように形成され、第２
のＣｓ幹配線５０ｂと第２の保持容量配線の端部１８Ｂとを接続している。
【０１０２】
　また、表示領域４４の構成は以下のとおりである。すなわち、ドレイン引き出し電極７
ａは、その全体が第１の画素電極１７ａおよび第１の保持容量配線１８ａと重畳する。こ
こで、各画素領域ＰＡに設けられるゲート絶縁膜は、ドレイン引き出し電極７ａと重畳す
る領域の中に、周囲より膜厚の小さくなった薄膜部３１ａを有している。薄膜部３１ａは
、第１の膜厚部５３ａ・５３ｂ（図５参照）と同じ構成であり、第２のゲート絶縁層２２
のみからなる。なお、薄膜部３１ａの周囲のゲート絶縁膜は、第２の膜厚部と同じ構造（
第１のゲート絶縁層２１および第２のゲート絶縁層２２からなる）となっている。
【０１０３】
　平面的にみると、薄膜部３１ａは左右方向を長手方向とする長方形形状であり、その全
体が第１の保持容量配線１８ａおよびドレイン引き出し電極７ａと重畳している。これに
より、第１の保持容量配線１８ａおよびドレイン引き出し電極７ａ並びに薄膜部３１ａの
重なり部分で上記容量Ｃ１を支配的に決定できるようになる。さらに、各画素領域ＰＡに
は、全体が薄膜部３１ａと重畳するコンタクトホール１１ａが設けられ、このコンタクト
ホール１１ａを介してドレイン引き出し電極７ａが第１の画素電極１７ａに接続される。
【０１０４】
　また、ドレイン引き出し電極７ｂは、その全体が第２の画素電極１７ｂおよび第２の保
持容量配線１８ｂと重畳する。ここで、各画素領域ＰＡに設けられるゲート絶縁膜は、ド
レイン引き出し電極７ｂと重畳する領域の中に、周囲より膜厚の小さくなった薄膜部３１
ｂを有している。薄膜部３１ｂは、第１の膜厚部５３ａ・５３ｂ（図５参照）と同じ構成
であり、第２のゲート絶縁層２２のみからなる。なお、薄膜部３１ｂの周囲のゲート絶縁
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膜は、第２の膜厚部と同じ構造となっている。平面的にみると、薄膜部３１ｂは左右方向
を長手方向とする長方形形状であり、その全体が第２の保持容量配線１８ｂおよびドレイ
ン引き出し電極７ｂと重畳している。これにより、第２の保持容量配線１８ｂおよびドレ
イン引き出し電極７ｂ並びに薄膜部３１ｂの重なり部分で上記容量Ｃ２を支配的に決定で
きるようになる。さらに、各画素領域には、全体が薄膜部３１ｂと重畳するコンタクトホ
ール１１ｂが設けられ、このコンタクトホール１１ｂを介してドレイン引き出し電極７ｂ
が第２の画素電極１７ｂに接続される。
【０１０５】
　なお、アクティブマトリクス基板１０ｘがＭＶＡの液晶パネルに適用される場合には、
第１および第２の画素電極１７ａ・１７ｂに、例えば横Ｖ字形状（Ｖ字を９０度回転させ
た形状）のスリットが形成される。
【０１０６】
　図１５は、図５の各部の動作を示すタイミングチャートである。ここで、Ｖｇは走査信
号線１６の電圧、Ｖｓはデータ信号線１５の電圧（ソース電圧）、Ｖｃｓ１は第１の保持
容量配線１８ａの電圧、Ｖｃｓ２は第２の保持容量配線１８ｂの電圧、Ｖｌｃ１は第１の
画素電極１７ａの電圧、Ｖｌｃ２は第２の画素電極１７ｂの電圧である。液晶表示装置に
おいては、液晶が分極しないよう、一般にフレーム反転、ライン反転、ドット反転といっ
た交流駆動を行う。すなわち、ｎフレーム目にソース電圧の中央値Ｖｓｃに対してプラス
極性のソース電圧（Ｖｓｐ）を与え、次の（ｎ＋１）フレーム目ではＶｓｃに対してマイ
ナス極性のソース電圧（Ｖｓｎ）を与え、かつフレームごとにドット反転を行う。また、
第１の保持容量配線１８ａの電圧および第２の保持容量配線１８ｂの電圧をそれぞれ振幅
電圧Ｖａｄで振幅させるとともに、両者の位相を１８０度ずらす。すなわち、Ｔ２でＶｇ
が「Ｌ」となった（各ＴＦＴ１２ａ・１２ｂがオフした）直後に、Ｖｃｓ１が「Ｈ」、Ｖ
ｃｓ２が「Ｌ」となるように両者を制御する。
【０１０７】
　また、図１６のように、Ｖｃｓ１を、Ｔ２でＶｇが「Ｌ」となった（各ＴＦＴ１２ａ・
１２ｂがオフした）直後のＴ３で「Ｈｉｇｈ」になったまま（あるいは「Ｌｏｗ」になっ
たまま）の波形とし、Ｖｃｓ２を、Ｔ３から１水平期間（１Ｈ）後のＴ４で「Ｌｏｗ」に
なったまま（あるいは「Ｈｉｇｈ」になったまま）の波形とすることもできる。すなわち
、各トランジスタがオフされた後に、Ｖｃｓ１を突き上げて該フレームではこの突き上げ
たままの状態を維持するとともに、Ｖｃｓ１の突き上げから１Ｈ期間ずらしてＶｃｓ２を
突き下げて該フレームではこの突き下げたままの状態を維持するような電位制御を行うか
、あるいは、各トランジスタがオフされた後に、Ｖｃｓ１を突き下げて該フレームではこ
の突き下げたままの状態を維持するとともに、Ｖｃｓ１の突き下げから１Ｈ期間ずらして
Ｖｃｓ２を突き上げて該フレームではこの突き上げたままの状態を維持するような電位制
御を行う。こうすれば、Ｖｃｓ１およびＶｃｓ２波形のなまりがドレイン実効電位に与え
る影響が小さくなり、輝度ムラの低減に有効である。
【０１０８】
　なお、図５に示すアクティブマトリクス基板は各保持容量配線を上下（データ信号線に
沿った方向）に隣接する画素同士で共有する構成であるが、各保持容量配線を上下に隣接
する画素同士で共有しない構成では、図１７に示すように、Ｖｃｓ１を、Ｔ２でＶｇが「
Ｌ」となった（各ＴＦＴ１２ａ・１２ｂがオフした）直後のＴ３で「Ｈｉｇｈ」になった
まま（あるいは「Ｌｏｗ」になったまま）の波形とし、同様に、Ｖｃｓ２を、Ｔ２でＶｇ
が「Ｌ」となった直後のＴ３で「Ｌｏｗ」になったまま（あるいは「Ｈｉｇｈ」になった
まま）の波形とすることもできる。すなわち、各トランジスタがオフされた後に、Ｖｃｓ
１を突き上げて該フレームではこの突き上げたままの状態を維持するとともに、Ｖｃｓ１
の突き上げと同期してＶｃｓ２を突き下げて該フレームではこの突き下げたままの状態を
維持するような電位制御を行うか、あるいは、各トランジスタがオフされた後に、Ｖｃｓ
１を突き下げて該フレームではこの突き下げたままの状態を維持するとともに、Ｖｃｓ１
の突き下げと同期してＶｃｓ２を突き上げて該フレームではこの突き上げたままの状態を
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維持するような電位制御を行ってもよい。この場合も、Ｖｃｓ１およびＶｃｓ２波形のな
まりがドレイン実効電位に与える影響が小さくなり、輝度ムラの低減に有効である。
【０１０９】
　本アクティブマトリクス基板１０ｘを、図１８のように変形することも可能である。す
なわち、第１の膜厚部（ゲート絶縁膜が薄い部分）を、第１および第２のＣｓ幹配線５０
ａ・５０ｂにおける、隣接する２本の走査信号線で挟まれる領域にある部分をできるだけ
多く含むように形成する。
【０１１０】
　図１８に示すアクティブマトリクス基板では、第１の膜厚部７１ａの外周は、交差部Ｐ
１を含む図中左右方向を長手方向とする長方形形状である。ここで、左右方向に延びる一
辺は第１の保持容量配線の端部１８Ａを挟む２本の走査信号線の一方に近接し、第１のＣ
ｓ幹配線５０ａおよび第２のＣｓ幹配線５０ｂを横切るとともに、左右方向に延びるもう
一辺は上記２本の走査信号線の他方に近接し、第１のＣｓ幹配線５０ａおよび第２のＣｓ
幹配線５０ｂを横切る。なお、メタル抜き部４９ａは、その全体が交差部Ｐ１内におさま
るような図中左右方向を長手方向とする長方形形状である。コンタクトホール４８ａは、
その全体が交差部Ｐ１内におさまり、かつメタル抜き部４９ａと直角に交差するような図
中上下方向を長手方向とする長方形形状となっている。
【０１１１】
　一方、図１８に示す第１の膜厚部７１ｂ（ゲート絶縁膜が厚い部分）の外周は、交差部
Ｐ２および交差部Ｐ３（第１のＣｓ幹配線５０ａと第２の保持容量配線の端部１８Ｂとの
交差部）を含む図中左右方向を長手方向とする長方形形状である。ここで、左右方向に延
びる一辺は第１の保持容量配線の端部１８Ｂを挟む２本の走査信号線の一方に近接し、第
１のＣｓ幹配線５０ａおよび第２のＣｓ幹配線５０ｂを横切るとともに、左右方向に延び
るもう一辺は上記２本の走査信号線の他方に近接し、第１のＣｓ幹配線５０ａおよび第２
のＣｓ幹配線５０ｂを横切る。ただし、交差部Ｐ３にあたる部分は第２の膜厚部３６（ゲ
ート絶縁膜が厚い部分）となっている。なお、メタル抜き部４９ｂは、その全体が交差部
Ｐ２内におさまるような図中左右方向を長手方向とする長方形形状である。コンタクトホ
ール４８ｂは、その全体が交差部Ｐ２内におさまり、かつメタル抜き部４９ｂと直角に交
差するような図中上下方向を長手方向とする長方形形状となっている。
【０１１２】
　図１８のようなアクティブマトリクス基板では、第１のＣｓ幹配線５０ａの電位が対向
基板（ＣＦ基板、図示せず）に形成される共通電極のそれと異なるために両者間の寄生容
量によって第１のＣｓ幹配線５０ａ（ひいては、第１の保持容量配線１８ａ）の電位波形
が鈍ってしまう場合があるが、上記構成のように、第１の膜厚部７１ａ（ゲート絶縁膜が
薄い部分）を、第１および第２のＣｓ幹配線５０ａ・５０ｂにおける、隣接する２本の走
査信号線で挟まれる領域にある部分をできるだけ多く含むように広く形成することで、第
１のＣｓ幹配線５０ａのより多くの部分の位置を（ガラス基板側に）下げ、対向基板（Ｃ
Ｆ）との距離を広げて上記寄生容量を低減することができる。これにより、各Ｃｓ幹配線
の電位波形をシャープにすることができる。第１の膜厚部７１ｂについても同様のことが
いえ、さらに、交差部Ｐ３にあたる部分が第２の膜厚部３６（ゲート絶縁膜が厚い部分）
となっているため、第１のＣｓ幹配線５０ａと第２の保持容量配線の端部１８Ｂとの短絡
の発生も防止することができる。
【０１１３】
　図１８に示す本アクティブマトリクス基板とカラーフィルタ基板（適宜ＣＦ基板と記す
）とを備える液晶パネルの構成を図１９に示す。ここではＣＦ基板の構成要素のうち、フ
ォトスペーサのみを図示している。図１９に示すように、液晶パネル５０４ａでは、表示
領域４４において、各走査信号線１６と重なるように、フォトスペーサ５１（第１のスペ
ーサ）が配置されるとともに、非表示領域５５において、各走査信号線の端部１６ｘと重
なるようにフォトスペーサ６１（第２のスペーサ）が配置される。なお、図示していない
が、フォトスペーサ５１は、表示領域４４の各走査信号線１６と重なるように図中左右方
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向に間隔をおいて配置される。
【０１１４】
　図２０に、図１９の表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。
同図に示すように、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順
に、走査信号線１６、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および第１の層間
絶縁膜２５が配され、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性基板２０側か
ら順に、走査信号線の端部１６ｘ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、およ
び第１の層間絶縁膜２５が配される。
【０１１５】
　このように、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造（特に、ゲート絶縁膜
４０の構造）を一致させることで各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、
表示領域４４および非表示領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。こ
れにより、表示領域４４および非表示領域５５の境界近傍における輝度ムラの発生を抑制
することができる。
【０１１６】
　なお、液晶層の配向を垂直配向とする所謂ＶＡモードの液晶表示装置においては、表示
領域のセルギャップ対して非表示領域のセルギャップが－０．４μｍから＋０．２μｍ、
好ましくは－０．２μｍから＋０．１μｍであればよい。すなわち、ＣＦ基板側のカラー
フィルタ層やブラックマトリクスの厚みのばらつき、あるいはフォトスペーサの高さのば
らつき、あるいはアクティブマトリクス基板の厚みのばらつき等があっても、表示領域と
非表示領域とで上記セルギャップの差が上記数値範囲内であればよい。なお、マイナス側
の範囲が広いのは、非表示領域のセルギャップがその内側にある表示領域のセルギャップ
より小さい場合は、表示領域のセルギャップより大きい場合に比して上記輝度ムラが視認
されにくいからである。
【０１１７】
　なお、非表示領域を十分小さく設計できる場合、図２１および図２２（図２１における
表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図）に示すように、液晶パネル５
０４ｂのシール６７内にビーズ状スペーサ７６を含ませておくことで、非表示領域５５の
セルギャップを保持することができる。この場合、非表示領域５５のフォトスペーサ６１
をフォトスペーサ５１よりも低めに形成することもできる（フォトスペーサ６１は、液晶
パネルに外部から圧力が加わったときに、非表示領域のセルギャップが一定値以下になら
ないようにする機能を果たす）。
【０１１８】
　本実施の形態に係る液晶パネルは図２３のように構成することもできる。図２３に示す
ように、液晶パネル５０４ｃでは、表示領域４４において、走査信号線１６と重なるよう
にフォトスペーサ５１（第１のスペーサ）が配置される一方、非表示領域５５において、
各金属配線（走査信号線の端部１６ｘや各保持容量配線の端部１８Ａ・１８Ｂ）と重なら
ない位置にフォトスペーサ６１（第２のスペーサ）が配置される。図２４に、図２３にお
ける表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。同図に示すように
、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順に、走査信号線１
６、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および第１の層間絶縁膜２５が配さ
れ、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性基板２０側から順に、第１ゲー
ト絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および第１の層間絶縁膜２５が配される。
【０１１９】
　この場合、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造は一致しないものの、ゲ
ート絶縁膜４０（第１ゲート絶縁層２１および第２ゲート絶縁層２２）の構造は一致する
。ここで、第１ゲート絶縁層２１は平坦化膜（ＳＯＧ膜等）であるため、フォトスペーサ
５１下において透明絶縁性基板２０上に形成される各膜の総膜厚と、フォトスペーサ６１
下において構造透明絶縁性基板２０上に形成される各膜の総膜厚とはほとんど変わらない
。したがって、図２３・２４に示す構成においても、各フォトスペーサ５１・６１の高さ
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設定が容易になり、表示領域４４および非表示領域５５間のセルギャップの差を小さくす
ることができる。これにより、表示領域４４および非表示領域５５の境界近傍における輝
度ムラの発生を抑制することができる。
【０１２０】
　なお、表示領域４４側のフォトスペーサ５１も金属配線（走査信号線等）上に設ける必
要はないが、各画素電極１７ａ・１７ｂと重ならない位置に配することが望ましい。各画
素電極１７ａ・１７ｂと重なる位置にフォトスペーサ５１を配すると、フォトスペーサ５
１によって液晶配向が乱れるおそれがあるからである。
【０１２１】
　本実施の形態に係る液晶パネルは図２９のように構成することもできる。図２９に示す
ように、液晶パネル５０４ｆでは、表示領域４４において、第１の保持容量配線１８ａと
重なるように、フォトスペーサ５１（第１のスペーサ）が配置されるとともに、非表示領
域５５において、第１の保持容量配線の端部１８Ａと重なるようにフォトスペーサ６１（
第２のスペーサ）が配置される。
【０１２２】
　図３０に、図２９の表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。
同図に示すように、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順
に、第１の保持容量配線１８ａ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および
第１の層間絶縁膜２５が配され、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性基
板２０側から順に、第１の保持容量配線の端部１８Ａ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲー
ト絶縁層２２、および第１の層間絶縁膜２５が配される。
【０１２３】
　図２９の構成でも、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造が一致している
ため、各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、表示領域４４および非表示
領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。
【０１２４】
　本実施の形態に係る液晶パネルは図３１のように構成することもできる。図３１に示す
ように、液晶パネル５０４ｇでは、表示領域４４において、走査信号線１６と重なるよう
に、フォトスペーサ５１（第１のスペーサ）が配置されるとともに、非表示領域５５にお
いて、第１の保持容量配線の端部１８Ａと重なるようにフォトスペーサ６１（第２のスペ
ーサ）が配置される。
【０１２５】
　図３２に、図３１の表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。
同図に示すように、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順
に、走査信号線１６、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、および第１の層間
絶縁膜２５が配され、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性基板２０側か
ら順に、第１の保持容量配線の端部１８Ａ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２
２、および第１の層間絶縁膜２５が配される。
【０１２６】
　図３１の構成でも、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造が一致している
ため、各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、表示領域４４および非表示
領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。
【０１２７】
　本実施の形態に係る液晶パネルは図２５のように構成することもできる。図２５に示す
ように、液晶パネル５０４ｄでは、表示領域４４において、走査信号線１６とデータ信号
線１５との交差部分と重なるようにフォトスペーサ５１（第１のスペーサ）が配置され、
非表示領域５５において、第１のＣｓ幹配線５０ａと各走査信号線の端部１６ｘとの交差
部分と重なるようにフォトスペーサ６１（第２のスペーサ）が配置される。図２６に、図
２５における表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。図２６に
示すように、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順に、走
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査信号線１６、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、データ信号線１５、およ
び第１の層間絶縁膜２５が配され、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性
基板２０側から順に、走査信号線の端部１６ｘ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁
層２２、第１のＣｓ幹配線５０ａ、および第１の層間絶縁膜２５が配される。
【０１２８】
　図２５の構成でも、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造が一致している
ため、各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、表示領域４４および非表示
領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。これにより、表示領域４４お
よび非表示領域５５の境界近傍における輝度ムラの発生を抑制することができる。これに
より、表示領域４４および非表示領域５５の境界近傍における輝度ムラの発生を抑制する
ことができる。
【０１２９】
　加えて、非表示領域５５においては第１のＣｓ幹配線５０ａの膜厚分だけフォトスペー
サ６１の高さを小さくでき、表示領域４４においてはデータ信号線１５の膜厚分だけフォ
トスペーサ６１の高さを小さくできる。したがって、フォトスペーサを露光・現像する時
間を短縮することができ、スループットの向上につながる。また、フォトスペーサを形成
するための材料も削減することができる。なお、第１のＣｓ幹配線５０ａとデータ信号線
１５とは同一工程で形成され、同じ層（ゲート絶縁膜４０上）に配されている。
【０１３０】
　本実施の形態に係る液晶パネルは図２７のように構成することもできる。図２７に示す
ように、液晶パネル５０４ｅでは、表示領域４４において、走査信号線１６あるいは第２
の保持容量配線１８ｂとデータ信号線１５との交差部分と重なるようにフォトスペーサ５
１（第１のスペーサ）が配置され、非表示領域５５において、走査信号線１６の端部１６
ｘあるいは第２の保持容量配線の端部１８Ｂと第１のＣｓ幹配線５０ａとの交差部分と重
なるようにフォトスペーサ６１（第２のスペーサ）が配置される。図２８に、図２７にお
ける表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。図２８に示すよう
に、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順に、走査信号線
１６、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、データ信号線１５、および第１の
層間絶縁膜２５が配され、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、透明絶縁性基板２０
側から順に、第２の保持容量配線の端部１８Ｂ、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁
層２２、第１のＣｓ幹配線５０ａ、および第１の層間絶縁膜２５が配される。
【０１３１】
　図２７の構成でも、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造が一致している
ため、各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、表示領域４４および非表示
領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。これにより、表示領域４４お
よび非表示領域５５の境界近傍における輝度ムラの発生を抑制することができる。これに
より、表示領域４４および非表示領域５５の境界近傍における輝度ムラの発生を抑制する
ことができる。
【０１３２】
　加えて、第２の保持容量配線の端部１８Ｂと第１のＣｓ幹配線５０ａとの交差部分（Ｐ
３）にフォトスペーサ６１が配されているため、フォトスペーサ６１の比誘電率を（液晶
層内の）液晶材料の平均比誘電率よりも低くすれば、上記交差部分Ｐ３における第１のＣ
ｓ幹配線５０ａおよびＣＦ基板間の寄生容量を抑制することができる。
【０１３３】
　上記したように、第１のＣｓ幹配線５０ａと第２の保持容量配線の端部１８Ｂとの短絡
を防止するために交差部Ｐ３を第２の膜厚部３６（ゲート絶縁膜が厚い部分）にすると、
第１のＣｓ幹配線５０ａおよびＣＦ基板間の距離が縮まり、両者間の寄生容量は増加する
。そこで、この交差部分Ｐ３上に、液晶材料の平均比誘電率よりも低い比誘電率をもつフ
ォトスペーサ６１を配することで、この寄生容量を低減することができる。一般的な垂直
配向用液晶の平均比誘電率（ε||とε⊥の平均）は６．０程度であるため、例えば、フォ
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トスペーサ６１に比誘電率４．３前後のアクリル系感光性樹脂を用いれば、寄生容量低減
効果が得られる。なお、寄生容量低減の観点からは、フォトスペーサ６１はアクティブマ
トリクス基板と当接しなくてもよく、また、フォトスペーサ６１が交差部Ｐ３の面積と同
等の底面積を有することが好ましい。なお、交差部Ｐ３上に配されるフォトスペーサ６１
には、比誘電率３．５～４．０程度のノボラック系樹脂、比誘電率３～５のウレタン系、
比誘電率３前後のポリエステル系樹脂、比誘電率２～３程度のポリオレフィン系樹脂等を
用いることができる。
【０１３４】
　本アクティブマトリクス基板は、図６のように構成することも可能である。図６は、本
実施の形態に係るアクティブマトリクス基板（表示領域・非表示領域）の概略構成を示す
。図６に示されるように、アクティブマトリクス基板１０ｚは、その非表示領域５５にお
いて、走査信号線の端部１６ｘと、保持容量配線（Ｃｓ配線）の端部１８ｘと、図中上下
方向に形成されたＣｓ幹配線（共通配線）５０とを備える。ここで、各保持容量配線の端
部１８ｘはコンタクトホール９８を介してＣｓ幹配線５０に接続されており、該Ｃｓ幹配
線５０を介して各保持容量配線１８に所定の電位が与えられる。具体的には、非表示領域
５５において各保持容量配線の端部１８ｘとＣｓ幹配線５０とが交差しており、その交差
部Ｐの中にコンタクトホール９８が形成されている。
【０１３５】
　ここで、上記交差部Ｐおよびその近傍の断面構造（図６のＢ１－Ｂ２断面図）を図７に
示す。同図に示すように、基板２０上には、保持容量配線の端部１８ｘが形成されるとと
もにこれを覆うようにゲート絶縁膜４０が設けられる。ゲート絶縁膜４０は、保持容量配
線の端部１８ｘと重畳する領域の中に、コンタクトホール９８の一部である刳り貫き部９
２と、該刳り貫き部９２を取り囲む第１の膜厚部９３とを備える。さらに、ゲート絶縁膜
４０は、該第１の膜厚部９３を取り囲むように第２の膜厚部９４を備える。ここで、第１
および第２の膜厚部９３・９４の境界Ｋが、保持容量配線の端部１８ｘのエッジより距離
ｄだけ外側に位置し、第２の膜厚部９４は、例えば走査信号線の端部１６ｘ（図６参照）
と重なっている。ここで、第２の膜厚部９４は第１のゲート絶縁層２１と第２のゲート絶
縁層２２とからなる一方で第１の膜厚部９３は第２のゲート絶縁層２２のみからなる。製
造工程では、保持容量配線１８および走査信号線１６を覆うように第１のゲート絶縁層２
１を形成した後にその一部（第１の膜厚部９３および刳り貫き部９２に対応する箇所）を
エッチング除去し、続いて第２のゲート絶縁層２２を形成し、さらに、第２のゲート絶縁
層２２の刳り貫き部９２に対応する部分をエッチング除去する。これにより、第１および
第２の膜厚部９３・９４並びに刳り貫き部９２が形成される。
【０１３６】
　ゲート絶縁膜４０上には、刳り貫き部９２以外の部分にＣｓ幹配線５０が形成される。
すなわち、Ｃｓ幹配線５０には、（ゲート絶縁膜の）刳り貫き部９２と全体が重なるメタ
ル抜き部７９が設けられる構成となっている。
【０１３７】
　Ｃｓ幹配線５０上には第１の層間絶縁膜２５および第２の層間絶縁膜２６が形成される
。第１の層間絶縁膜２５および第２の層間絶縁膜２６にはコンタクトホール９８の一部と
なるホールが、Ｃｓ幹配線５０と重なるように設けられており、コンタクトホール内でＣ
ｓ幹配線５０の一部が露出するような構成となっている。そして、ゲート絶縁膜の刳り貫
き部９２、メタル抜き部７９、第１の層間絶縁膜２５のホール、および第２の層間絶縁膜
２６のホールを埋めるように接続電極９５（ＩＴＯ）が形成されており、この接続電極９
５によって保持容量配線の端部１８ｘとＣｓ幹配線５０とが接続される。
【０１３８】
　以上の構成を平面的にみると、図６に示すように、該第１の膜厚部９３の外周（エッジ
）は図中左右方向を長手方向とする長方形形状となっており、交差部Ｐ（Ｃｓ幹配線およ
び保持容量配線の端部の交差部）全体が第１の膜厚部９３の外周内に位置している。メタ
ル抜き部７９は、その全体が第１の膜厚部９３のエッジ内におさまるような図中左右方向
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を長手方向とする長方形形状である。コンタクトホール９８は、その全体が第１の膜厚部
９３のエッジ内におさまり、かつメタル抜き部７９と直角に交差するような図中上下方向
を長手方向とする長方形形状となっている。
【０１３９】
　本アクティブマトリクス基板１０ｚの表示領域４４について図６、図７および図８（図
６のＢ３－Ｂ４断面図）を用いて説明すれば以下のとおりである。すなわち、ＴＦＴ１２
のドレイン電極８に接続するドレイン引き出し電極７全体が画素電極１７および保持容量
配線１８と重畳しており、各画素領域のゲート絶縁膜は、ドレイン引き出し電極７と重畳
する領域の中に、膜厚の大きな厚膜部８１と、厚膜部８１を取り囲む、膜厚の小さな薄膜
部９１とを有している。厚膜部８１は、図７の第２の膜厚部９４と同じ構成を有し、第１
および第２のゲート絶縁層からなる。薄膜部９１は、図７の第１の膜厚部９３と同じ構成
であり、第２のゲート絶縁層のみからなる。なお、薄膜部９１の周囲は第２の膜厚部９４
と同じ（第１のゲート絶縁層２１および第２のゲート絶縁層２２からなる）構造となる。
平面的にみると、薄膜部９１の外周は左右方向を長手方向とする長方形形状であり、その
外周全体が保持容量配線１８およびドレイン引き出し電極７と重畳する。これにより、保
持容量配線１８およびドレイン引き出し電極７並びに薄膜部９１の重なり部分で容量を支
配的に決定できるようになる。薄膜部９１の内側には、左右方向を長手方向とする長方形
形状の厚膜部８１が形成される。さらに、各画素領域には、その全体が厚膜部８１に重畳
するコンタクトホール８３が形成され、このコンタクトホール８３を介してドレイン引き
出し電極７が画素電極１７に接続されている。
【０１４０】
　また、各画素領域のゲート絶縁膜には、ＴＦＴ１２と重畳する部分にも膜厚の小さくな
った薄膜部９６が設けられる。薄膜部９６も第１の膜厚部９３と同じ構成であり、第２の
ゲート絶縁層のみからなる。ここで、ソース電極９と薄膜部９６との重畳面積が、ドレイ
ン電極８と薄膜部９６との重畳面積より小さくなるように構成されている。
【０１４１】
　ここで、第１および第２の膜厚部９３・９４の境界Ｋと保持容量配線の端部１８ｘのエ
ッジとの距離ｄが小さい場合、コンタクトホール９８（非表示領域）近傍における第２の
層間絶縁膜２６の厚みＴ１（図７参照）とコンタクトホール８３（表示領域）近傍におけ
る第２の層間絶縁膜２６の厚みＴ２（図８参照）との差（膜厚差）が大きくなってしまう
。これを図１０のグラフに示す。図１０のグラフは、図７・８において、第１のゲート絶
縁層２１（ＳＯＧ膜）が１．５μｍ、第２のゲート絶縁層２２が０．４μｍ、保持容量配
線（１８・１８ｘ）の膜厚が０．３μｍ、第１の層間絶縁膜２５の膜厚が０．３μｍ、第
２の層間絶縁膜２６の膜厚が２．５μｍであり、アクリル系感光性樹脂を用いた第２の層
間絶縁膜２６の粘度が７．５ｃｐ（センチポアズ）である場合に、上記距離ｄと上記膜厚
差の関係を調べたものである。図１０のグラフより、上記距離ｄを６０μｍ（好ましくは
７０μｍ）以上とすれば、上記膜厚差が、露光合わせ込み可能な範囲（０．１～０．２μ
ｍ）におさまることがわかる。
【０１４２】
　図６に示す本アクティブマトリクス基板１０ｚとカラーフィルタ基板（ＣＦ基板）とを
備える液晶パネルの構成を図３３に示す。図３３に示すように、液晶パネル５０４ｈでは
、表示領域４４において、各走査信号線１６と重なるように、フォトスペーサ５１（第１
のスペーサ）が配置されるとともに、非表示領域５５において、各走査信号線の端部１６
ｘと重なるようにフォトスペーサ６１（第２のスペーサ）が配置される。なお、図示して
いないが、フォトスペーサ５１は、表示領域４４の各走査信号線１６と重なるように図中
左右方向に間隔をおいて配置される。
【０１４３】
　図３４に、図３３の表示領域の線矢視断面図および非表示領域の線矢視断面図を示す。
同図に示すように、表示領域のフォトスペーサ５１下には、透明絶縁性基板２０側から順
に、走査信号線１６、第１ゲート絶縁層２１、第２ゲート絶縁層２２、第１の層間絶縁膜
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２５、および第２の層間絶縁膜２６が配され、非表示領域のフォトスペーサ６１下には、
透明絶縁性基板２０側から順に、走査信号線の端部１６ｘ、第１ゲート絶縁層２１、第２
ゲート絶縁層２２、第１の層間絶縁膜２５、および第２の層間絶縁膜２６が配される。
【０１４４】
　図３３の構成でも、非表示領域・表示領域間でフォトスペーサ下の構造が一致している
ため、各フォトスペーサ５１・６１の高さ設定が容易になり、表示領域４４および非表示
領域５５間のセルギャップの差を小さくすることができる。
【０１４５】
　加えて、有機物を含む層間絶縁膜（第２の層間絶縁膜２６）は、ＳｉＮｘやＳｉＯ２と
いった無機膜にくらべ弾性がある。よって、表示領域と非表示領域フォトスペーサ５１・
６１がＣＦ基板側に形成され、かつフォトスペーサがアクティブマトリクス基板と接触す
るような構成においては、有機物を含む層間絶縁膜（第２の層間絶縁膜２６）が配置され
ていると、その弾性変形によって、ＣＦ基板側のカラーフィルタ層やブラックマトリクス
の厚みばらつき、あるいはスペーサ高さのばらつき、あるいはアクティブマトリクス基板
の膜厚ばらつきが吸収されるという効果もある。なお、有機物を含む層間絶縁膜（第２の
層間絶縁膜２６）には、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリウレ
タン系樹脂、ポリシロキサン系樹脂、ノボラック系樹脂等を用いることができる。
【０１４６】
　図１１は、本アクティブマトリクス基板を備える液晶パネルの具体的構成を示す断面図
である。同図に示すように、本液晶パネル５０４は、バックライト光源側から順に、偏光
板４１、本アクティブマトリクス基板１０（１０ｘ～１０ｚ）、配向膜８２、液晶層４３
、カラーフィルタ基板（ＣＦ基板）８４、および偏光板８５を備える。カラーフィルタ基
板８４は、液晶層４３側から順に、フォトスペーサ（図示せず）、配向膜８５、共通（対
向）電極８６、カラーフィルタ層８７（ブラックマトリクス９９を含む）、ガラス基板８
８を備える。
【０１４７】
　なお、図１１のようなＭＶＡの液晶パネルでは、この共通（対向）電極８６に液晶分子
配向制御用突起（リブ）８６ｘが設けられている。液晶分子配向制御用突起８６ｘは、例
えば、感光性樹脂等により形成される。リブ８６ｘの平面形状（基板面垂直方向から見た
ときの形状）としては、一定の周期でジグザクに屈曲した帯状（例えば、Ｖ字を９０度回
転させた横Ｖ字形状）が挙げられる。また、ＣＦ基板８４側のリブ８６ｘに対応して、ア
クティブマトリクス基板１０側の画素電極には、一定の周期でジグザクに屈曲した帯状（
例えば、Ｖ字を９０度回転させた横Ｖ字形状）のスリットが形成される。すなわち、本ア
クティブマトリクス基板を用いてＭＶＡの液晶パネルを構成する場合、図１・３・５等に
示される画素電極１７（第１および第２の画素電極１７ａ・１７ｂ）に上記のようなスリ
ットが形成されることになる。
【０１４８】
　続いて、カラーフィルタ基板（ＣＦ基板）の製造方法について説明する。上記のように
、カラーフィルタ基板は、ガラス基板上に、３原色（赤、緑、青）のカラーフィルタ（着
色層）およびブラックマトリクス（ＢＭ）などからなるカラーフィルタ層、対向電極（共
通電極）、垂直配向膜、リブ（配向制御用突起）、およびフォトスペーサを有する。
【０１４９】
　まず、透明基板上に、スピンコートによりカーボンの微粒子を分散したネガ型のアクリ
ル系感光性樹脂を塗布した後、乾燥を行い、黒色感光性樹脂層を形成する。続いて、フォ
トマスクを介して黒色感光性樹脂層を露光した後、現像を行って、ブラックマトリクス（
ＢＭ）を形成する。このとき第１着色層（例えば赤色層）、第２着色層（例えば緑色層）
、および第３着色層（例えば青色層）が形成される領域に、それぞれ第１着色層用の開口
部、第２着色層用の開口部、第３着色層用の開口部（それぞれの開口部は各画素電極に対
応）が形成されるようにＢＭを形成する。
【０１５０】
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　次に、スピンコートにより顔料を分散したネガ型のアクリル系感光性樹脂を塗布した後
、乾燥を行い、フォトマスクを用いて露光および現像を行い、赤色層を形成する。その後
、第２色層用（例えば緑色層）、および第３色層用（例えば青色層）についても同様に形
成し、カラーフィルタが完成する。
【０１５１】
　さらに、ＩＴＯなどの透明電極からなる対向電極をスパッタリングにより形成し、その
後、スピンコートによりポジ型のフェノールノボラック系感光性樹脂を塗布した後、乾燥
を行い、フォトマスクを用いて露光および現像を行い配向制御用突起を形成する。
【０１５２】
　そして、ネガ型のアクリル系の感光性樹脂を塗布して乾燥させた後に、フォトマスクを
用いて露光および現像することによってフォトスペーサを形成する。
【０１５３】
　以上のようにして、カラーフィルタ基板が完成する。
【０１５４】
　次に、液晶パネル化する際の、アクティブマトリクス基板とカラーフィルタ基板との間
に液晶を封入する方法を説明しておく。液晶の封入方法については、基板周辺に液晶注入
のため注入口を設けておいて真空で注入口を液晶に浸し、大気開放することによって液晶
を注入した後ＵＶ硬化樹脂などで注入口を封止する、真空注入法などの方法で行ってもよ
い。しかしながら、垂直配向の液晶パネルでは、水平配向パネルに比べ注入時間が非常に
長くなることから、以下に示す液晶滴下貼り合わせ法を用いることが好ましい。まず、ア
クティブマトリクス基板の周囲にＵＶ硬化型シール樹脂を塗布し、カラーフィルタ基板に
滴下法により液晶の滴下を行う。液晶滴下法により液晶によって所望のセルギャップとな
るよう最適な液晶量をシールの内側部分に規則的に滴下する。次に、上記のようにシール
描画および液晶滴下を行ったカラーフィルタ基板とアクティブマトリクス基板とを貼り合
わせ装置内に導入した後に該貼り合わせ装置内の雰囲気を１Ｐａまで減圧し、この減圧下
において両基板の貼り合わせを行う。その後、装置内の雰囲気を大気圧にすることにより
、フォトスペーサの頂上部がアクティブマトリクス基板に接触し、所望のセルギャップが
得られる。ついでＵＶ照射によってシール樹脂を仮硬化した後、シール樹脂の最終硬化を
行うためにベークを行う。この時点でシール樹脂の内側に液晶が行き渡り液晶がセル内に
充填された状態となる。そして、ベーク完了後にパネル単位への分断を行い、偏光板を貼
り付ける。以上により、図１１に示すような液晶パネルが完成する。
【０１５５】
　次に、本実施形態に係る液晶表示装置について説明する。
【０１５６】
　図１２は、本液晶表示装置５０９の概略構成を示すブロック図である。図１２に示すよ
うに、液晶表示装置５０９は、Ｙ／Ｃ分離回路５００、ビデオクロマ回路５０１、Ａ／Ｄ
コンバータ５０２、液晶コントローラ５０３、本アクティブマトリクス基板を有する液晶
パネル５０４、バックライト駆動回路５０５、バックライト５０６、マイコン５０７、お
よび階調回路５０８を備えている。
【０１５７】
　液晶表示装置５０９で表示する画像信号や映像信号は、Ｙ／Ｃ分離回路５００に入力さ
れ、輝度信号および色信号に分離される。これら輝度信号および色信号は、ビデオクロマ
回路５０１にて光の３原色であるＲ・Ｇ・Ｂに対応するアナログＲＧＢ信号に変換される
。さらに、このアナログＲＧＢ信号は、Ａ／Ｄコンバータ５０２にてデジタルＲＧＢ信号
に変換され、液晶コントローラ５０３に入力される。
【０１５８】
　この液晶コントローラ５０３に入力されたデジタルＲＧＢ信号は、液晶コントローラ５
０３から液晶パネル５０４に入力される。液晶パネル５０４には、液晶コントローラ５０
３から所定のタイミングでデジタルＲＧＢ信号が入力されると共に、階調回路５０８から
ＲＧＢ各々の階調電圧が供給される。また、バックライト駆動回路５０５によりバックラ
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イト５０６を駆動させ、液晶パネル５０４に光を照射する。これにより、液晶パネル５０
４は画像や映像を表示する。また、上記各処理を含め、液晶表示装置５０９全体の制御は
マイコン５０７によって行われる。
【０１５９】
　上記映像信号としては、テレビジョン放送に基づく映像信号、カメラにより撮像された
映像信号、インターネット回線を介して供給される映像信号など、様々な映像信号を挙げ
ることができる。
【０１６０】
　また、本発明の液晶表示装置５０９は、図１３に示すように、テレビジョン放送を受信
して映像信号を出力するチューナ部６００と接続することにより、チューナ部６００から
出力された映像信号に基づいて映像（画像）表示を行うことが可能になる。この場合、液
晶表示装置５０９とチューナ部６００とでテレビジョン受像機６０１となる。
【０１６１】
　上記液晶表示装置をテレビジョン受信機６０１とするとき、例えば、図１４に示すよう
に、液晶表示装置５０９を第１筐体８０１と第２筐体８０６とで包み込むようにして挟持
した構成となっている。第１筐体８０１は、液晶表示装置５０９で表示される映像を透過
させる開口部８０１ａが形成されている。また、第２筐体８０６は、液晶表示装置５０９
の背面側を覆うものであり、該液晶表示装置５０９を操作するための操作用回路８０５が
設けられるとともに、下方に支持用部材８０８が取り付けられている。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明のアクティブマトリクス基板は、例えば液晶テレビに好適である。

【図１】 【図２】
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